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DDR- Germanium- Flichentransistoren, die erste drei bis 1963 (OC871, OC816 die
schwarze ,,Brikett*- Bauform, Riick- und Vorderseite), die anderen (GF100, GC118,
GC301, GF122 GF145) ab etwa 1963 bis etwa Anfang der 80er Jahre.




Lieber Radiofreund,

Dies ist eine Zusammenstellung der Beitragsfolge ,,Halbleiter-
Informationen* der Zeitschrift ,,Rundfunk- Fernsehen- Elektronik*
(,RFE*“) der Jahre 1960 bis 1964.

Die Zusammenstellung enthélt nahezu alle wichtigen Informationen von
Transistoren, Flichengleichrichtern und Dioden dieser Jahre, aber vor
allem die wichtigen Kennlinienfelder.

Zur Zeit der Erstellung gab es die auf dem Deckblatt abgebildeten
Transistoren, abr auch schon die ersten Silizium- Transistoren in alten
Bauformen und ,,Ocxxx“- Bezeichnungen.

Die Zusammenstellung beruht auf den Folgen der ,,RFE, in der gleichen
chronologischen Reihenfolge,die in den Heften vorliegt.

Es fehlen jedoch einige Informations- Ausgaben.

Die fehlenden Ausgaben 42 —51 (1963), 53 bis 55 (964), 60 und 61 (1964)
enthalten niamlich keine Transistoren- Daten, sondern die Daten von
Halbleiterwiderstinden.

Ich habe noch einige Informationen aus den ,,RFE“ Heften zu Transistoren
am SchluB beigefiigt, die nicht in der Zusammenstellung enthalten waren.

Da ich das Gliick hatte, alle alten Jahrginge der RFE komplett zu
bekommen, habe ich die vergilbten Seiten der Beitragsfolge restauriert und
zusammengefasst.

Ich danke allen, die mit Rat, Tat und Unterlagen mitgeholfen haben, diese
Zusammenstellung zu ermoglichen:

Andreas aus Dresden

Veroffentlichung der Einzelartikel mit freundlicher Genehmigung des
Huss- Verlags http://www.rfe-eh.de

Olaf Freiberg (Edi)

Homepage Historische Rundfunktechnik:
http://edi.bplaced.net

Privat/ Band- Homepage:
http://greencaravan.bplaced.net

Mail: edi-mv@web.de
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HALBLEITERINFORMATIONEN

MITTEILUNG AUS DEM VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (t ODER)

Unter dieser Uberschrift werden in einer Forisetzungsreihe fiir die vom
VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) hergestellten Halbleiterbauelemente
die elektrischen Kenn- und Betriebsdaten, die Kennlinienfelder, die duBeren
Abmessungen und die MeBschaltungen der wichtigsten Parameter und
Schalt:ingshinweise verdffentlicht. Bei Verdnderungen erfolgen laufend
Ergdnzungen. Die Form der Verdffentlichungen gestattet ein liickenloses
Sammeln dieser Mitteilungen. Die im ersten Teil zusammengestellten
Symbole entsprechen den auf der letzten Konferenz der Sektion 9 im
Oktober vorigen Jahres in Prag geiroffenen Beschliissen und bilden die
Grundlage fiir die folgenden Verdffentlichungen.

Dipl.-lng. HANS-JOACHIM HANISCH

Zusammenstellung der verwendeten Symbole

1 i Strom

U, u Spannung

P,p Leistung

T Temperatur

T Sperrschichttemperatur
Ty Gehdusetemperatur

T, Umgebungstemperatur
R duBerer Widerstand

r innerer Widerstand

c Kapazitédt

f Frequenz

G Verstdrkungsfaktor

k Wdrmewiderstand

Das Vorzeichen wird stets vor das Symbol und nicht zum Zahlen-
wert gesetzt. Eine Kennzeichnung erfolgt nur bei negativen Gré-
Ben, z. B. —U =10 V.

EingangsgroBen werden durch den Index 1, AusgangsgrdBen
durch den Index 2 gekennzeichnet. Grenzwerte erhalten den
Index max oder min, ImpulsgréBen den Index imp. Bei Doppel-
indizes, die sich auf Elekiroden des Bauelementes beziehen, gibt
der zweite Buchstabe die Bezugselekirode an.

Symbole fiir Spitzen- und Fléchendioden

A K
Katode K, k ’I

Anode A, a Schaltsymbol fiir eine Germaniumdiode

SperrgréBen werden durch den Index KA oder ka, DurchlaB-
groBen durch den Index AK ader ak gekennzeichnet. Indizes mit
kleinen Buchstaben werden bei dynamischen Parametern ver-
wendet.

Uga Gleichspannung an der Diode in Sperrichtung

Ukamax mMaximal zulédssige Gleichsperrspannung an der Diode
bei Dauerbelastung

Ukamax  maximal zuldssige Amplitude einer sinusférmigen Span-
nung in Sperrichtung bei angegebener minimaler Fre-

quenz
Ika Sperrstrom
Uax Spannungsabfall Uber der Diode in DurchlaBrichtung

Ujskmax mMaximal zuldssiger Spannungsabfall iber der Diode in
DurchlaBrichtung bei lygmax

g DurchlaBstrom
lsgkmax  mMaximal entnehmbarer Gleichstrom

Iy g eff Effektivwert des gesamten Diodensiromes in DurchlaB-
richtung

lax \mpmax Maximal zuldssige Stromspitze in DurchlaBrichtung bei
bestimmter Impulszahl, Impulsdaver und Frequenz, bei
der keine bleibende Parameterdnderung auftritt

Firaas maximal zuldssige Amplitude der Wechselstromkompo-
nente in Durchla”ricntung

Lok efs Effektivwert der Wechselstromkomponente in DurchlaB3-
richtung
Mea dynamischer Sperrwiderstand bei bestimmter Gleich-
sperrspannung an der Diode
[ XY dynamischer DurchlaBwiderstand bei bestimmtem
DurchlaBstrom
To dynamischer Nullpunktwiderstand
Cia Diodenkapazitdt in Sperrichtung bei bestimmter Gleich-
sperrspannung an der Diode
tax Erholungszeit in DurchlaBrichtung
ta Erholungszeit in Sperrichtung
Sperr- und DurchlaBcha- *
rakteristik mit Kennzeich-
nung der wesentlichsten Iak
KenngroBen einer Diode lakmax —]
Ukamax
| =
—--— Uyp | ‘ Uk —™
Tea VaK max

Die maximalen Sperrspannungen sind so festgelegt, daB8 ein ge-
nigender Sicherheitsabstand zur Durchbruchspannung gewdhr-
leistet ist.

Symbole fiir Transistoren

E €
Basis B, b
Emitter E, e B
Kollektor C, c
Schaltsymbol fiir einen pnp-Transistor
Pmax Gesamtverlustleistung (Pnax = Pomax + Pemax)

Pomax Kollektorverlustleisturg
Prinar Emitterverlustleistung

G, Leistungsverstdrkungsfaktor

leso Kollektorreststrom in Basisschaltung bei offenem Emitter

lgBo Emitterreststrom in Basisschaltung bei offenem Kollektor
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lceo Kollektorreststrom in Emitterschaltung bei offener Basis

loog Kollektorreststrom in Emitterschaltung bei kurzgeschlos-
sener Emitter-Basis-Strecke (Ugg = D)

Ucgo Kollektorrestspannung bei lgpax und Ugg = O
(Uce = Ugg)

Ugpmax Maximal zuldssige Spannung zwischen Emitter und Basis

Ucpmax Maximal zuldssige Spannung zwischen Kollektor und
Basis

Ucgmax maximal zuldssige Spannung zwischen Kollektor und
Emitter

I Kollektorstrom

lcmax maximal zuldssiger Kollektorstrom

Ig Emitterstrom

lEmax maximal zuldssiger Emitterstrom

Ig Basisstrom

I3 max maximal zuldssiger Basisstrom

Dynamische Kennwerte

hixp h-Parameter in Basisschaltung

hike h-Parameter in Emitterschaltung

hike h-Parameter in Kollektorschaltung

hy, Eingangswiderstand (Ausgang kurzgeschlossen)
hyg Spannungsrickwirkung (Eingang offen)

hyy Stromverstdrkungsfaktor (Ausgang kurzgeschlossen)
hy, Ausgangsleitwert (Eingang offen)

Yixb Y-Parameter in Basisschaltung

Yike Y-Parameter in Emitterschaltung

Yixe Y-Parameter in Kollektorschaltung

Yi1 Eingangsleitwert (Ausgang kurzgeschlossen)
Yo Riickwirkungsleitwert

Yo Steilheit (Ausgang kurzgeschlossen)
Yoo Ausgangsleitwert (Eingang kurzgeschlossen)

Die Y-Parameter werden als komplexe GroBen dargestellt. Es ist
Yik = Gix + jb.

ry Basiswiderstand

Ceb Kollektorkapazitdt (Eingang kurzgeschlossen)

F Rauschfaktor in dB

x Kleinsignal-Stromverstdrkungsfaktor in Basisschaltung
(x = —hyp)

73 Kleinsignal-Stromverstdrkungsfaktor in Emitterschaltung

i (B=hg )

B GroBsignal-Stromverstdrkungsfaktor in Emitterschaltung

g = 'C——l"—“’ (Ugg = konst.)
B

fu Verstdrkungsgrenzfrequenz in Basisschaltung
fp Verstdrkungsgrenzfrequenz in Emiiterschaltung
f, Schwingungsgrenzfrequenz in Emitterschaltung

k Gesamtwédrmewiderstand (k = k; + ky)
ky Innerer Warmewiderstand
ko AuBerer Wdrmewiderstand
=T o =N _T—T
k, = B? kg——P—, k=k +ky = 5

B 40300

Emmerschul'ung Kollektorschaltung
ocC

Busnsschultung

Kurzkennzeichnung der Schaltungsart von Transistoren (Eingang kurzgeschlossen)

Vierpoldarstellung von Transistoren

Aus der positiven Zihlrichtung der Strome nach Bild 1 ergibt sich

Ig+I¢+ Ip =0 (1)

Da im normalen Betriebszustand Ic und Iy entgegen dieser Zihl-
richtung flieBen, erscheinen sie mit einem Minuszeichen. Ugg heif3t,
daB der Spannungsabfall vom Kollektor zur Basis hin positiv ge-
zdhlt wird. — Ugp bedeutet, daB3 der Kollektor negatives Potential
gegeniiber der Basis hat.

Bild 1: Positive Zdhlrichtung der
Strome und Spannungen

Das statische Verhalten des Transistors wird durch das Kennlinien-
feld veranschaulicht.

Zur Kennzeichnung des dynamischen Verhaltens fiir einen bestimm-
ten Arbeitspunkt wird der Transistor bei kleinen Aussteuerungen
um den Arbeitspunkt als aktiver linearer Vierpol aufgefaBt und
durch die Vierpolparameter beschrieben. In der gebriuchlichen
Form des Kennlinienfeldes eines Transistors wird der Kollektorstrom
Ic und die Emitterspannung Ug als Funktion der Kollektorspan-
nung Ug und des Emitterstromes I dargestellt. Der Arbeitspunkt
ist durch Emitter- und Kollektorspannung sowie durch Emitter-
und Kollektorstrom festgelegt.

Bei kleinen Strom- und Spannungsinderungen um einen festen Ar-
beitspunkt erhélt man folgende Gleichungen:

oU,.  0U, .i_é‘lc,

a1, "Tau_ b

"=

A9 (2)

In die partiellen Ableitungen werden die Strom- und Spannungs-
werte des Arbeitspunktes eingesetzt:
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erhélt man die Definitionen der h-Parameter.

Fir kleine Strom- und Spannungsinderungen ergibt sich damit das
allgemeine Vierpolersatzschaltbild eines Flachentransistors nach
Bild 2 mit dem Gleichungssystem

u, =hy, i, hyp-uyy iy =hyoip - ha-u, (4)

Aus diesen Gleichungen wird die Bedeutung der einzelnen h-Para-
meter abgeleitet.
Es ist

Mit = h,, (3)

Ausgang

u :
hy, =— bei kurzgeschlossenem

" (u,=0)

hyy = Ly Spannungsriickwirkung bei offenem Eingang (i, = 0)
u,

Ry = L Stromverstirkung bei kurzgeschlossenem Ausgang

" (u,=0)
i )
h,, = — Ausgangsleitwert bei offenem Eingang (i, = 0) (5)
u,
%l -2
. 2 5 istor -
Bild 2: Allgemeines Vierpoler- U,f Z‘;’,’;;s, o ?“2
satzschaltbild L
Eingang Ausgang

In den drei Grundschaltungen besitzen die Vierpolparameter unter-
schiedliche Werte, deren Kenntnis zur Beurteilung der Einsatzmog-
lichkeit eines Transistors in einer bestimmten Schaltung erforder-
lich ist. Da in den Kenndatenblattern die Angabe der Vierpolpara-
meter oft nur in einer Schaltungsart erfolgt, seien hier die Umrech-
nungsformeln zusammengestellt. Wird fortgesetzt
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Vierpoldarstellung von Transistoren

Fortsetzung von Heft 8 (1960)

Berechnung der h-Parameter fiir Emitter- und Kollektorschaltung
aus den Werten der Basisschaltung.

Es ist
hypo = B oLy LD
1+h21h_h19b+Ahb 1+ hay
it Ahy — hyay = Ahy —hyy
’1+1131b_fh1:b+ Ahy 1+ hyyp
ot — hyp — 4hy __—hap (6)
1"I'hnb_hnh'*' Ahb 1'*'hﬂlb
h,,e 5 h”b = hub
'1+hsub_hub+Ahb 1+hub
h,xc = hnb 5 h“b
1+h21b—h"h+Ahb 1+hnb
hize = LA w1
14 hnb iy hub+ Ahb
Al e . (7)
1+h21b_hnb+ Ahb '1+hnb
hyse = e £ i
'1+hnb_‘hnb+ Ahb 1+h21b
mit Ahb =huh'hub—hnb‘hnh' (8)

Berechnung der h-Parameter fiir Basis- und Kollektorschaltung aus
den Werten der Emitterschaltung.

mit Ahé = hue c hne = hne . hzle- (11)

Berechnung der h-Parameter fiir Basis- und Emitterschaltung aus
den Werten der Kollektorschaltung.

Es ist
b h i hy e . h _hnc"‘ Ah,
G R T Y
(12)
h b_hnc‘—Ahc_ hyy = hse
N e e sbh =
4h, % Ah,
hije =hie; hise =1 —hyye (13)
hno = —(1 + hnc); hne = hazc
mit Ahu = huc s hzzo T hmc 2 huc- '1’*)

Die Parameter sind vom Arbeitspunkt, von der Frequenz und von
der Temperatur abhéngig und unterliegen einer Exemplarstreuung.
Aus dem Kennlinienfeld konnen die h-Parameter als Neigung der
Kennlinien in einem festen Arbeitspunkt entnommen werden.

Bild 3 zeigt diese Moglichkeit als Beispiel fiir die Emitterschaltung.
Esist

hye = 4Use ctany hye= 4Usz 2 tand
Alg AUcg (15)
a1 a1

hy e = AI(; 2 tan @ h,,,,:AUzEgtant

Fir die Abschétzung der Einsatzmoéglichkeit eines Transistors ist
ferner die Kenntnis der Grenzfrequenz in der jeweiligen Schaltungs-
art erforderlich.

Zur Umrechnung der Grenzfrequenz von Basis- in Emitterschaltung
kann folgende Naherung benutzt werden:

Es ist ¢ )
o Dase L LA e T e e (16)
1+ hye—hyee + 4he 14 hye fp o«  —hyy
% Ahe— by, Ahy —hy,e Die Grenzfrequenz in Emitterschaltung ist proportional der Grenz-
12h = = frequenz in Basisschaltung und ferner eine Funktion der Stromver-
—h h 14+ h :
14 Bae MA+ A —: o . stirkungsfaktoren. : ;
e hne = he — Hae 9 o hnb
hyp = = i P h Gleich 6) wird
ub =7 SR O T 3 | e [ Mit h,, e~ e, nach Gleichung (6) wir
h hgge o hne fﬂ ~2 fa . (1 —I— hzlh) = fa . (1 —0‘). (17)
22b =
14 hue —hue+ dhe 14 hue Durch Umstellen auf Ausdriicke der Emitterschaltung erhilt man
huc h11e> huc 1 hue 1 (10) fﬂ e fy o 5 + n — fa . i + ﬂ . (18)
Bae = — (1 + Nue)s  hase = haee e
Fiir Uberschlagsrechnungen kann im Nenner der
x Gleichung (18) die 1 gegeniiber § vernachlassigt
T tg=f(} werden. Man erhidlt dann den einfachen Aus-
=, fa =Parameter druck
ale 1\ P ¢ T 2l ~ 107 fg ~ L 19
c T N~ B (19)
alg AUcr : 8 ﬁ
af &, Aus Bild & geht hervor, daB bei der Auswahl der
7 N Stromverstirkungsgruppe eines Transistors die
Yo =Konst N N angestrebte Grenzfrequenz beachtet werden
N muB. So ist es méglich, daB durch die Wahl einer
2 K. niedrigeren Stromverstirkungsgruppe in der
=g v et §\ 3 Schaltung ein hoherer Verstirkungsgrad erzielt
" N werden kann als mit einem Transistor, der eine
Ucg = Konst 10 ~ — - so hohe Stromverstirkung besitzt, daB die er-
=N \\ L AN N forderliche Grenzfrequenz nicht mehr annihernd
g AU 6 ﬁ% erreicht wird.
AUBE \-‘%
e e, 8 : N NN BetriebsgroBen
N o I\ in der Schaltung ist der Transistorvierpol am
» ; 59 ! £ 2 % Eingang durch eine Spannungsquelle mit u, und
Bild 3: Kennlinienfeld in Emitterschaltung & R, und am Ausgang mit einem Lastwiderstand
Bild 4: Grenzfrequenz als Funktion des Klein- o N Ry abgeschlossen. Damit ergeben sich einige fiir
signalstromverstdrkungsfaktors in  Emitter- 0! 2 6 8 2 die Schaltungsberechnung wichtige Betriebs-

schaltung >

g—" groBen.
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Fiir den abgeschlossenen Vierpol gelten folgende Gleichungen:
u, =hu'i1+ hyp - us, (20) ia =hn'i1+ hzz‘uny
—u; =u,+ Rg -1y, (22) —u, =Ryp -i,.

Aus diesen vier Gleichungen lassen sich die gesuchten Beziehungen
ableiten.

(21)
(23)

Leistungsverstiarkung G,
e h,? - Ry,

(1 + hy - Ry) (hy 4 Ry, + 4h)
Das Verhaltnis aus der im Lastwiderstand verbrauchten Leistung
zur maximal verfiigharen Leistung der Spannungsquelle u, wird als
maximal erreichbare Leistungsverstirkung bei beliebigem Last-
widerstand bezeichnet.

Gp= Gy~ Gy = (28)

i i
e —— Im Lastwiderstand wird eine Leistung
Rg =1,2%-
Bild 5: Transistorvierpol mit v fransistoct | 4o, Ry P =i Rp (29)
eingangsseitiger Spannungs- > vierpat verbraucht, die Spannungsquelle liefert maximal
quelle und ausgangsseitigem e
. 0
Lastwiderstand l_-r’ 5 s By R, (30)
Eingang Ausgang Damit wird
P  i?-Ry-4R, ; ip\2
Stromverstiarkung G; GPmax=P_°= T nge = [*RB'RL(‘TO) ; (31)
Durch Einsetzen von (23) in (21) erhalt man Mit den Gleichungen (20) bis (23) erhélt man fiir die maximal er-
ig = hyy o1, — hys« Ry -y reichbare Leistungsverstirkung
und damit wird a o &-Rp-Rg- hy? : e
& =" ———ET (24) PMX T [y + Ry - Ah + Rg (1 4 hy - Ry) P
i 1
: Rt Bei angepaftem Eingang bzw. Ausgang, d.h. bei Ry =r, bzw.
Spannungsverstirkung Gy R;, =r, wird mit (26) und (27)
Aus (23) und (24) erhdlt man ki ha? Ry i
DL Ay P [ Ry ) (s Ry 40) ’
R e By - By (3%)
Durch Einsetzen dieser Beziehung in (20) ergibt sich P+ = (hy + Rg) (4D + by, - Ry)
G e allsicRnerir hy - Ry, (25) Ist r, = Rgund r, = Ry, spricht man von optimaler Anpassung.
u, h,+Rp-dh Ly _hy + Ry-4h (35 R hit Ry %
mit Ah = hy - hye — hyp - by S RS i L“Ah+Rg.hg,' 50)
Eingangswiderstand r, Durch gegenseitiges Einsetzen von (35) und (36) erhdlt man die
Aus den Gleichungen (20) und (23) folgt optimalen Werte von Ry und Ry, \
u, s h,,+ 4h h
O e R opt =V i, Rz op = tha-lzlh (38)
und mit Gleichung (24) fir i,/i, wird Es ist dabei
hll
U, h, 4+ Ry - 4h Rgopz 2 RLopt T (39)
K= =—="" (26) hye
Iy 1+ Ry - by
Mit den Werten fiir die optimale Anpassung ergibt sich die optimale
Ausgangswiderstandr, Leistungsverstirkung
Die Gleichungen (20) und (22) liefern B 2
Gp opt = | “— —]" (40)
o hu' VA h + th « hy,
g S TG
A . y ‘_l g y Auf Grund ihrer praktischen Bedeutung sollen die Ergebnisse fiir
und mit Gleichung (21) ergibt sich der Ausgangswiderstand zu die Betriebswerte noch diskutiert werden. Dabei ist das Verhalten
U, ha 4R dieser GroBen in Abhingigkeit vom Lastwiderstand fiir die Schal-
s (pLi Al—ll—f—_PT-gh—n : (27) tungstechnik von besonderer Bedeutung.
Girp=0) =ha  Girp=0c) =0  (41)
Anpassungs - —h
Qegref - Gu(RL —=0 G“(RL sy = = hn. (42)
My — o et T B e e b e
\ Die Bilder 6 und 7 lassen deutlich erkennen, daf3
T . drei Gebiete unterschieden werden missen, Kurz-
A Kurzschluf3- Leerlauf - . schluB-, Anpassungs- und Leerlaufgebiet.
' 9”"; 9”’;" 6y Wihrend G; im KurzschluBgebiet seinen Héchst-
wert erreicht und dort fast unabhéngig von Ry,
ist, gilt das gleiche fiir G, im Leerlaufgebiet. Im
£l e —— — it Anpassungsgebiet sind G; und G, stark von Ry,
0o 12 12 104 10° 108 10 108 0 w0 o % ©° w0 10° 10° w0 108 10 100 abhingig, und G, erreicht hier sein Maximum.
R inQ — R O —=— Wird in diesem Gebiet gearbeitet, so mufl auf
moglichst genaue Einhaltung der Werte ge-
Bild 6: Stromverstdrkung Gi = f (RL) Bild 7: Spannungsverstirkung Gy = f (RL) achtet werden.
4h
TRy, =0) = by hirp=o) = o (43)
(iRt b s C B M o G U ,—,’—-H ——————— L e d : s 5y
h22 e 2 Der Eingangswiderstand zeigt einen dhnlichen
Verlauf wie die Spannungsverstirkung. Auch
¢ 4 hier ist die starke Abhéngigkeit vom AbschluB3-
; L 2 5 widerstand im Anpassungsgebiet zu beobachten
n f2 und in der Schaltungstechnik zu beachten.
hyy By e e a1 MRSl [T T o by,
_________ R T DS E i TS ek i r 0y = gD, —e) = 44
7h dmg=0) = 4 Tr(Rg=o0) = - (44)
o 102 107 mt ©° 05 107 10°- 0° o o2 0 w0t ©° nf o of o Die Bilder 6 --- 9 gestatten ein schnelles iiber-

Ry infl ——==

Bild 8: Eingangswiderstand r; = f (RL)
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Bild 9: Ausgangswiderstand r, = f (Rq)

schligiges Abschitzen des Verhaltens von Tran-
sistoren in NF-Verstarkerschaltungen in Ab-
hingigkeit von den AbschluBwiderstinden.

Rg nf) —==



HALBLEITERINFORMATIONEN

MITTEILUNG AUS

OC 810

Aufbau

Alle Elektroden sind durch Glasdurchfiihrungen gegen das Gehiuse
isoliert. Das System ist durch ein¢ Metallkappe gegen duBere Ein-
fliisse geschiitzt. Die Anschliisse sind 16tfahig.

Emitter
+ ° Basis
Kollektor

38 85 5

Abmessungen

Verwendung

NF-Vorstufenverstirker und Endstufen kleiner Leistung mit mitt-
leren Werten der Stromverstiarkung, z. B. in Horhilfegeriten, Oszil-
lator- und Multivibratorschaltungen.

DEM VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)

Dipl.Ing. HANS-JOACHIM HANISCH 3

Germanium-pnpsFldchentransistor

Spannungsriickwirkung

(Eingang offen) hyy =10,7 (3--+25).10-¢
Stromverstarkungsfaktor

(Ausgang kurzgeschlossen) —hyp  =0.928 (0,9 --- 0,95)
Ausgangsleitwert (Eingang offen) h,, =1,57 (0,5:--4) usS
Grenzfrequenz fo = 200 kHz
maximale Leistungsverstirkung Gpmaxn= 26 dB
Rauschfaktor F <2 dB

(bei —Ucg =1V; —Ig =0,2mA; f =1kHz; Af =600 Hz und
Rg =500 Q)

Emitterschaltung (Arbeitspunkt: —Ugg =5V; —Ic =1 mA)
Eingangswiderstand

(Ausgang kurzgeschlossen) hy,e =0,8(05.--1,5) kQ
Kenndaten Spannungsriickwirkung
% ;. (Eingang offen) hy,e =6,6(3-.-25).10-¢
Die Kenndaten werden fiir eine Umgebungstemperatur T, = 25 °C Q rerstirk fakt :
angegeben. Stromverstirkungsfaktor
(Ausgang kurzgeschlossen) hye =13 (10 .-+ 20)
Statische MeBwerte Ausgangsleitwert (Eingang offen) h,,e =22 (10 ... 80) us
Kollektorreststrom (—Uep =5 V; Ig =0) —Icpp < 20 A maximale Leistungsverstirkung  Gpmaxe = 33 (28 -+ 35) dB
(_UCE =5 V; lB =0) —ICEO < 350 ‘[LA
Dynamische MeBwerte MeBfrequenz f = 1 kHz renimoris
Basisschaltung (Arbeitspunkt: —Ugg =5V; —Ig =1 mA)
Eingangswiderstand Emitterstrom: Effektivwert Igeer =10 mA
(Ausgang kurzgeschlossen) hyp =38 (24..-70) Q Spitzenwert Igmax =15mA
e o Wi
ot Vie-
Ic in mA - t7 \ P.=25 mW
Po=25mY R
12 l | 6 /1\400 -Ig=Parameter in LA
Ig=Parameter in mA L~ \
i A 350
-Ucg=5V \ ~ i
10 \ 5 - N300
\ Ay 10 \ =) ! \
A . 9 N -tee=5v T A0
\ £ - N 200
X g ] =T n 180
\ N = p
\ 6 * 7 AN 3 //, /'/‘ N, 160
—T N, %0
® S 6 \ B e
\ 4 “\ d 2 :////j/////ioo 80
a— -
\\ =y N s 3 \\ —/"///////—— 60
- =z == ///7 |t
5 —_ ’ /‘-’_ | e 40
\ 1 “‘"'—'“___..--—-———'—"""""1 20
\ I 5
0 8 6 4 20 2 4 6 [] 0 200 100 0 2 4 6 é 0
s s A A T e o ]
Ig in mA “Uegin V[ -lg in pA ~Ugg in V
01 (7]
/ 1 — )
==l 20
02 4
X e et ] 40
-Ucg=5V / 4 | // % —
[ — -Ugg=5V
ZENES ===t e L e 9
] e o e P / ‘ “o| |
Yegin V* e | Ig=Parameter in mA -Uggin V ~Ig = Parameter in A
Kennlinienfeld in Basisschaltung Kennlinienfeld in Emitterschaltung
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Kollektorstrom : =10 mA

=15mA

Kollektorspannung: Effektivwert — Ugpesr =15V
Spitzenwert — Ugppax =25V
Effektivwert —Uggessg =10V
Spitzenwert — Uggpagy =20V

Effektivwert — Igese
Spitzenwert — Igpay

Kollektorverlustleistung Popay = 25 mW
°C
m

Wirmewiderstand bei ruhender Luft k = 1,2

Sperrschichttemperatur Tjpag. = 65 °C
Umgebungstemperatur T,p,, = 45 °C

Bei Umgebungstemperaturen iiber 4 35 °C ist die Verlustleistung
entsprechend dem Diagramm Pg = f (T,) zu reduzieren.

ocC 8n

Aufbau

Alle Elcktroden sind durch Glasdurchfiihrungen gegen das Gehiuse
isoliert. Das System ist durch eine Metallkappe gegen iuBere Ein-
fliisse geschiitzt. Die Anschliisse sind 16tfihig.

Emitter

;+_ ° Basis
Kollektor

38 85 \ 5

Farbpunkt 3

Abmessungen

Verwendung

NF-Vorstufenverstirker und Endstufen kleiner Leistung mit
hoheren Werten der Stromverstirkung. Treibertransistor fiir End-
stufen mittlerer Leistung. Oszillator- und Multivibratorschaltungen.
Kenndaten

Die Kenndaten werden fiir eine Umgebungstemperatur T, = 25 °C
angegeben.

Statische MeBwerte

Kollektorreststrom (—Ugg =5 V; Ig = 0)
(—Ucg =5V; I =0)

—Igpo = 20pA

~I¢ in mA Pg =25 mW
12 | I
\ I =Parameter in mA
10 \
\ “Yca=5V X 10
\
\ : w :
\\ \ 8
X
N &
6 v 6
\ SEola
4 \\ 4
\\ 3
\ ~
\2 2
\ 1
19 8°6 4 2.0 2 4 6 8 10
| ——— —
Igin mA ~Ucg in V
| | 01 I 5
R = 2
e
-ucg=sv V"~ 2| S = 55
5 — — 9
= 110
=
; 03 : 2
UgginV Ig=Parameter in mA
4 1 1 1 L L 1

Kennlinienfeld in Basisschaltung
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Erforderliche Reduzierung
der Verlustleistung bei er-
T héhter Umgebungstempera-
0 1 20 30 0 50 60 7 tur

Tg in °C —=

Germanium-pnp-Fldachentransistor

Dynamische MeBwerte MeBfrequenz f = 1 kHz
Basisschaltung (Arbeitspunkt: —Ugg =5V; —Ig =1 mA)

Eingangswiderstand

(Ausgang kurzgeschlossen) hyap =45 (20---90) Q
Spannungsriickwirkung

(Eingang offen) hyzp =11 (5.--30) - 10-¢

Stromverstarkungsfaktor
(Ausgang kurzgeschlossen)

Ausgangsleitwert (Eingang offen) h,,p,

= 0,96 (0,95 --- 0,99)
=1,3(05---4) S

—halb

Grenzfrequenz 1 = 300 kHz
maximale Leistungsverstirkung Gppaxp = 27 dB
Rauschfaktor F <95 dB

(bei —Ugp =1V; —Ig =0,2mA; f =1kHz; Af =600 Hz und
R; =500 Q)
Emitterschaltung (Arbeitspunkt: —Ugg =5 V; —Ig =1 mA)

Eingangswiderstand
(Ausgang kurzgeschlossen) hise =1,3 (0,8-.-3) kQ
Spannungsriickwirkung
(Eingang offen) hize =9,8(5---30)-10-*
~I in mA ? g y o Pae25mW
t
> / 250 ] l
V4 \ -Ig=Parameter in pA
\ 200
6 -
A1 A
A A L\is0
A // 140
2 A4 120
100
\ “ ,l/ P P
0
\ : ,/ [ L~ o2 L~ N
L~ L~
-1 =1
\\ ,‘/ L—1 = SN 40
~Ugg=5V 3 7 L~ o
\ - 4///
\ ; | |_1— 20
et —T |
\ 0
200 100 0 2 4 6 [] 10
o —— |
-lg in pA ~Uegin V
: o/, 0
20 ||
/ .
0,2 80 14—
~Ucg=5V 120 100
/'/ 160
el 03 — 200
'IUBE‘ in V‘ ~Ig=Parameter in pA

Kennlinienfeld in Emitterschaltung Wird fortgesetzt



HALBLEITERINFORMATIONEN

MITTEILUNG AUS DEM VEB

ocsn Fortsetzung von Heft 10 (1960)

Stromverstirkungsfaktor

(Ausgang kurzgeschlossen) hye
Ausgangsleitwert (Eingang offen) h,,, =38 (15---100) uS
maximale Leistungsverstirkung  Gpmaxe =36 (30--:45) dB
Die Transistoren werden nach Stromverstirkungswerten h,,, grup-
piert und mit Farbpunkten gekennzeichnet (Bild links).

=28 (20 --- 100)

Grenzwerte

Emitterstrom Effektivwert Igesft =10 mA
Spitzenwert Igmax =15mA

Kollektorstrom Effektivwert —Iger =10 mA
Spitzenwert —Igmay =15mA

Kollektorspannung Effektivwert —Ugpesr =15V

Spitzenwert — Ugppay =25V
Effektivwert —Uggers =10V
Spitzenwert — Uggpay =20V
Kollektorverlustleistung Popay = 25 mW
°C

Wirmewiderstand bei ruhender Luft k =1,2
mW

Sperrschichttemperatur Tyy,y = 65 °C
Umgebungstemperatur T,y = 45 °C
Bei Umgebungstemperaturen iiber + 85 °C ist die Verlustleistung
entsprechend dem Diagramm Pg = { (T,) zu reduzieren (Bild rechts).

OC 812

Aufbau

Alle Elektroden sind durch Glasdurchfiihrungen gegen das Gehause
isoliert. Das System ist durch eine Metallkappe gegen &uBlere Ein-
fliisse geschiitzt. Die Anschliisse sind 16tfahig.

i
“ g i

Farbpunkt

Emitter
o Basis

o Kollektor

Abmessungen

Verwendung
Rauscharmer Transistor fiir NF-Vorstufenverstéirker.

Kenndaten

Die Kenndaten werden fiir eine Umgebungstemperatur T, = 25 °C
angegeben.

Statische MeBwerte

Kollektorreststrom (—Ugg =5 V; Iz =0)
(—Uce =5V; Iz =0)

—Iepo = 20uA
_ICEO = 350 ‘LI,A

Dynamische MeBwerte MeBfrequenz f =1 kHz
Grenzfrequenz f, = 300 kHz

Rauschfaktor F < 10dB

Der Rauschfaktor ist fiir einen Arbeitspunkt —Ugg =1V;
—Iz =02mA; f =1kHz, Af =600Hz und Rz =500 Q an-
gegeben.

HALBLEITERWERK

FRANKFURT (ODER)

Dipl.-Ing. HANS-JOACHIM HANISCH 4

Bild links: Farbkennzeichnung und Gegeniiberstellung der Strom-
verstdrkungsfaktoren in Emitter- und Basisschaltung

Bild rechts: Erforderliche Reduzierung der Verlustleistung bei er=
hohter Umgebungstemperatur

f «
200+ 0,995
wein 1504 R=1(ly)
F 30 \ _Tjmox-To
T al \ pc"Lk_
. — 1003099 \ T =65°C
violett 50 E > 254 Timax g
_ 604 3 k=122
blau b € P e
T cmax =25 mW
grin 50 3 Qv 204
gelb 098
— 40 15
ornge F0,97
rot +0,96 104
— 204095
5
fa 155
- £ ,
10 £ 0 10 2 30 4 50 60 M
+09

To in °C —»

Germanium-pnp=Flachentransistor

Emitterschaltung (Arbeitspunkt —Ugg =5 V; —Ig =1 mA)
Eingangswiderstand

(Ausgang kurzgeschlossen) h;,e =1,6 (1--+3) kQ
Spannungsriickwirkung
(Eingang offen)
Stromverstarkungsfaktor
(Ausgang kurzgeschlossen) h,,e = 41 (20 .- 100)
Ausgangsleitwert

(Eingang offen) hyge =36 (15 --- 100) uS
maximale Leistungsverstirkung Gpmaxe = 36 (30 --- 45 )dB
Farbpunktgruppierung wie bei OC 811 (s. oben).

Nyse = 8,4(5 -+ 30) - 10-4

Mittelwerte der h-Parameter an dem Arbeitspunkt, fiir den
der Rauschfaktor angegeben wird

Emitterschaltung (OE) Arbeitspunkt —Ugg =1 V;

= Ic = 0,2 mA
Basisschaltung (OB) Arbeitspunkt —Uep =1 V;
—Ic =0,2mA
OE OB
Ny = 4,9 kKQ hayp = 0,15 kQ
hype =20 -10-¢ hyap =10 - 10-¢
hyye =32 — Dy = 0,97
hyse = 20 uS hyp = 0,6 uS
Grenzwerte
Emitterstrom Effektivwert Igesg = 5 mA
Kollektorstrom Effektivwert —Igere = 5 mA

radio und fernsehen
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~[cinmA
il T -Ig inmA }
|
\
d -Ig =Parameter in yA i -
200
1
2 A\ 6 // 180
i . Ig =Parameter in mA ' \ 160
0 5 -
\\ 9 \\ /] %40
—Uprg =1V ~Upp=1V
\ ¢ 8 8 \ CcE 7 // 120
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\ “ \ /’ 100
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\\ : \ // 80
A 4 \ 2 /' - 60
N\ /1
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2 2 1 /7
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.
7 e | |
~ 0
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Ic inmA ~Ucgin V ~Igin pA “UgemV 0
01 i o1 —
2 N\ :
FUpe=1V]
7] 02 3 LE 02 \‘ —— fo%eo
_Urg =1V 4 \\ 1720
c8 // — s // \ e %0
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/ 03 7 T 03 — 180
// |‘ g I' Ig =Parameter in yA 200
4 : 10 I i
UgginV * T¢ =Parameter in mA Ygg inV 1 ‘ l ’ |
Kennlinienfeld Kennlinienfeld
in Basisschaltung in Emitterschaltung
Kollektorspannung Effektivwert — Uggesr= 6V Erforderliche Reduzierung
Effektivwert — Uggesr= 6 V der Verlustleistung bei er-
Kollektorverlustleistung Pemax = 25 mW héhter Umgebungstempe-
“ . : °¢ ratur »
Wirmewiderstand bei ruhender Luft k = 192 W
Sperrschichttemperatur Tjmax = 65 °C
Umgebungstemperatur Tamax = 45 °C

Bei Umgebungstemperaturen iiber -+ 35 °C ist die Verlustleistung
entsprechend dem Diagramm Py = f (T,) zu reduzieren.

ocC 813

Aufbau

Alle Elektroden sind durch Glasdurchfithrungen gegen das Gehéduse
isoliert. Das System ist durch eine Metallkappe gegen duBere Ein-
flisse geschiitzt. Die Anschliisse sind lotfahig.

\ | Emitter
"i‘ e o .S Basis
J_ 4 Kollektor
Abmessungen L_
36 85 \ 5
Farbpunkt
Verwendung

NF-Vorstufenverstirker mit héheren Anforderungen an die Grenz-
frequenz. Oszillator- und Multivibratorschaltungen.

Kenndaten

Die Kenndaten werden fiir eine Umgebungstemperatur T, = 25 °C
angegeben. *

Statische MeBwerte

Kollektorreststrom (—Ugg =5V; I =0)

—Igpo = 20uA
(—Ucg =5V; 1z =0) <

—Icro
340
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O'OZbMéOSOSO?b

Ig 10 °C —=

Germanium-pnp-Fldchentransistor

Dynamische MeBwerte MeB(requenz f = 1 kHz
Basisschaltung (Arbeitspunkt —Ugp =5 V; —Ig =1 mA)

Eingangswiderstand

(Ausgang kurzgeschlossen) hiap =45 (20 ... 90) Q
Spannungsriickwirkung

(Eingang offen) hyap =11,2(5.-- 30) - 10-*

Stromverstiarkungsfaktor
(Ausgang kurzgeschlossen)
Ausgangsleitwert (Eingang offen) h,y,

= 0,96 (0,95 --- 0,99)
=1,3(0,5---4) uS

_hsz

Grenzirequenz fa =1 MHz
maximale Leistungsverstirkung  Gpuaxp = 27 dB
Rauschfaktor F <25 dB

Der Rauschfaktor ist fiir einen Arbeitspunkt —Ugp =1V;
—Ig =0,2mA; f =1kHz; Af =600 Hz und Ry =500 Q ange-
geben.

Emitterschaltung (Arbeitspunkt —Ugp =5V; —Iz =1 mA)

Eingangswiderstand

(Ausgang kurzgeschlossen) hise =1,3 (0,8 .-+ 3) kQ
Spannungsrickwirkung

(Eingang offen) hise =9,8(5---30)-10-¢
Stromverstirkungsfaktor

(Ausgang kurzgeschlossen) hzse = 28 (20 --- 100)

hgse =38 (15 - - - 100) ;S
Gpmaxe = 36 (30 ---45) dB
Wird fortgesetzt

Ausgangsleitwert (Eingang offen)
maximale Leistungsverstirkung
Farbgruppierung wie hei OC 811 Seite 339.



HALBLEITERINFORMATIONEN

MITTEILUNG AUS DEM VEB HALBLEITERWERK

Aufbau

Alle Elektroden sind durch Glasdurchfithrungen gegen das Gehause
isoliert. Das System ist durch eine Metallkappe gegen &ullere Ein-
fliisse geschiitzt. Die Anschliisse sind 16tfahig.

~ A Emitter
l_ el o @_ ° Bosis
Kollektor
\ B

N |
38 —— 85 = e U]
Farbpunkt

Abmessungen

Verwendung

Extrem rauscharmer Transistor fiir Anfangsstufen hochwertiger
NF-Vorstufenverstirker.

Kenndaten

Die Kenndaten werden fiir eine Umgebungstemperatur T, = 25 <C
angegeben.

Statische MeBwerte

Kollektorreststrom (—Ugg =5 V; Iy =0) —Iggo = 20 pA
(—Ugg =5V; Iy =0) —Igpo < 350 uA

Dynamische MeBwerte MeBfrequenz f = 1 kHz

Basisschaltung (Arbeitspunkt —Ugy =5 V; —Ic =1 mA)
Grenzfrequenz fx =300kHz
Rauschfaktor F < 5dB

Der Rauschfaktor ist fir einen Arbeitspunkt —Ugg =1 V:
—Ig =0,2mA; f =1kHz, Af =600 Hz und R, =500 Q an-
gegeben.

Emitterschaltung (Arbeitspunkt —Ugp =5V;—1I; =1 mA)

Eingangswiderstand
(Ausgang kurzgeschlossen) hy e =4,6 (1.-- 8)kQ
Spannungsriickwirkung
(Eingang offen) s =84 (5---30)10-*
Stromverstirkungsfaktor
(Ausgang kurzgeschlossen) b =41 (20-.--100)

- Ausgangsleitwert
(Eingang offen) hje =36 (15---100) p&
maximale Leistungsverstirkung Gpmaxe = 36 (30 ... 45) dB

Farbpunktgruppierung wie bei OC 811
radio und fernsehen 11 (1960) S. 339

Mittelwerte der h-Parameter an dem Arbeitspunkt, fiir den
der Rauschfaktor angegeben wird

Emitterschaltung (OE): Arbeitspunkt —Upg =1 V;
—Ic =02mA
Basisschaltung (OB): Arbeitspunkt —Ugg =1 V;
—Ig =0,2mA
OE OB
hie = 49kQ h,y, = 0,15 kQ
hyse = 20 - 10~ hj;p =10 -10-%
hzle =32 '“hzlb = 0,97
hope =20 S hoep = 0,6 1S

FRANKFURT

Dipl.-Ing. HANS-JOACHIM HANISCH

OC 814 | Germanium-pnp-Fldchentransistor

(tODER)

5
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Kennlinienfeld in Emitterschaltung
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Grenzwerte

Emitterstrom Effektivwert Igest = 5 mA
Kollektorstrom Effektivwert — Jgegr = 5 mA
Kollektorspannung Effektivwert —Ucpetr = 6 V
Effektivwert —Ucgetr = 6 V
Kollektorverlustleistung Pomax, =25 smW
°C
Wirmewiderstand bei ruhender Luft k = 1,2 ——
mW
Sperrschichttemperatur Timax =65 ©°C
Umgebungstemperatur . = Gomkosy

Bei Umgebungstemperaturen iiber - 35 °C ist die Verlustleistung

|
0 \ p=limox-lo.
r \ 3 k
NS A\ max=65°C
1 oc
5 a k=122
< 2 mox =25 MW
Qv 20
15 -
10 4
3 Erforderliche Reduzierung
der Verlustleistung
0

T ARt A e bei erhdhter

entsprechend dem Diagramm Py = { (T,) zu reduzieren. e Umgebungstemperatur
OC 813 Fortsetzung von Heft 11 (1960)
-Ioin mA ? -I¢ in mA ’ 1/ \IIOOIPC =25mwW
[ v
7 e
A '/ X
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Kennlinienfeld in Basisschaltung Kennlinienfeld in Emitterschaltung
Grenzwerte
Emitterstrom Effektivwert Igesr =10 mA ,
Spitzenwert Igmax =15 mA r = 2 falMEZ0
Kollektorstrom Effektivwert —Igesr =10 mA A\ Tmar=6sec
Spitzenwert —Icmax =15mA § i k-l?;—lc”
Kollektorspannung Effektivwert —Ugpesr =15V S R max =25 mW
Spitzenwert —Ucpmax= 25V @ 2
Effektivwert — Uggess =10V
Spitzenwert —Ucgmax = 20 V 8]
Kollektorverlustleistung Pemax = 25 mW
' o (6] 10
Wairmewiderstand bei ruhender Luft k =1,2 W
Sperrschichttemperatur Dimax, =160 20 2] Erforderliche Reduzierung
Umgebungstemperatur Py — 49,50 , der Verlustleistung

Bei Umgebungstemperaturen iiber - 35 °C ist die Verlustleistung
entsprechend dem Diagramm Pg = f (T,) zu reduzieren

384 12-1960
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bei erhShter
Umgebungstemperatur



HALBLEITERINFORMATIONEN

MITTEILUNG AUS DEM VEB

OoC 815

Aufbau

Alle Elektroden sind durch Glasdurchfiihrungen gegen das Ge-
héuse isoliert. Das System ist durch eine Metallkappe gegen aulere
Einflisse geschiitzt. Die Anschlisse sind 16tfahig.

} Emitter

_+ ; )T' o Bosis

A Kollektor

Abmessungen 3 8s \\ Sl
Farbpunkt

HALBLEITERWERK

FRANKFURT (ODER)

Dipl.-Ing. HANS-JOACHIM HANISCH é

Germanium-pnp-Flachentransistor

Statische MeBwerte

Kollektorreststrom
(—Ucp =6 V;Ig =0)
(—Ugg =6 V; Iz =0) — Iggo <400 uA

Kollektorrestspannung (bei —Ig =10mA) —Uggo = 0,3 V

Temperaturabhingigkeit der Kollektorreststrome Iopo und Iggo

Es ist

— Igpo = 20 pA

o L
“CBO) T] == 25 OC

L _(Icro). Ty ’
“CEO) Tj = 25 °C

Dynamische MeBwerte MeBfrequenz { = 1 kHz

Verwendung
Transistor fir Vor- und Treiberstufen in NF-Verstiarkern, fir g:sr:zs;chael;:ng (Arbeitspunkt —Ugp = 6 V; f—'I‘JZ ;0‘2) KE}‘?)
Steuer- und Regelzwecke und fiir Schwingungserzeuger in Oszilla- et = 5
toren. Emitterschaltung (Arbeitspunkt —Ugp =6 V; —Ig = 2 mA)
Eingangswiderstand
Kenndaten (Ausgang kurzgeschlossen) hje = 0,2.-- 1,6kQ
Die Kenndaten werden fiir eine Umgebungstemperatur T, = 25 °C Spannungsriickwirkung
angegeben. (Eingang offen) hige = 4 25 10-*
-lc in mA t |‘ -lc in mA “-PC-SOMW
A b I5 1‘l 70I0
¥ 1
14 14
\ || Pc=50mw ’/' 1 e -lg=Parameter in pA
|\ \ d L~ 600
12 3 12 12 =\
Ueg™!V N e
K I =Parameter in mA =Upg =1V \ 500
10 \ Sl \ 10 = g
\ ‘\ - \‘ I/ ‘\\ LOO
\ ) ‘ - "
\ ; s ) ? N
\ ~~ %S \ 5 700
\ kK, =T %
6 N 6 ‘sr
~,
BN = 200
~
\ 4 3 = 4 =
\ 100
2 25 2
50
\ 0 \ 0
10 5 1 2 4 6 8 10 0 400 200 2 4 6 8 10
——— —— g e
Ig in mA | ~Upg in V -lg inpA Ucg in V
0,05
| b :
I-=Parameter in mA I -lg =Parameter in WA
ol e - A 2
“Upe =1V
25 &2 5:
~Ueg=1V 100
c8 3 Loss
/I 75 A 300
l 0
//UEB in v Yo P —t 125 -Ugg in VL soo ||

Kennlinienfeld in Basisschaltung

Kennlinienfeld in Emitterschaltung
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Stromverstarkungsfaktor

(Ausgang kurzgeschlossen) hge =10 .-+ 20
Ausgangsleitwert

(Eingang offen) hyee =10 .- 100 uS
maximale Leistungsverstirkung Gpmax e =32 45 dB

(bei —Ugg = 6V; —Ig =1mA; Ry = 50 kQ).

Rauschfaktor F <25dB
(bei —Ugg =1V; —Ig=1mA; f =1kHz; Af =600 Hz;
Rg = 500 Q)
Grenzwerte
Kollektorstrom Effektivwert — Igegr =20 mA
Spitzenwert — Icmax =50 mA
Kollektorspannung Effektivwert —Ucgegr =10 V
Spitzenwert —UCEmaxr =15, V
Kollektorverlustleistung cmax =90 mW
Of
Wairmewiderstand bei ruhender Luft k = O,In;‘%«
Sperrschichttemperatur Timex =65 °C
Umgebungstemperatur Tamex =65 °C

Bei Umgebungstemperaturen iiber 4 45 °C ist die Verlustleistung
entsprechend dem Diagramm Py = f (T,) zu reduzieren.

N

OC 816

Aufbau

Alle Elektroden sind durch Glasdurchfithrungen gegen das Gehause
isoliert. Das System ist durch eine Metallkappe gegen duBere Ein-
fliisse geschiitzt. Die Anschliisse sind 16tfahig.

Germanium-pnp-Fldchentransistor

Temperaturabhdngigkeit
Tor _ des Kollektorreststromes
) =
*g 6 — L |
e ¢
| VAN.4
2%, x
g ik // B
A =
6
¢+ II V.4
2 4 ;
id
4 e
6 - '54
g .o 4 ‘\
7 / ‘
2 / \
0 % 50+
0 1 220 30 < 50 60 M 60
G %6 — "u
Q
254
Erforderliche Reduzierung der Verlust- 4
leistung bei erhdhter Umgebungs- 0 M 20 30 40 50 60 70 &0
temperatur » Tg 10:°C=—ams
Yerwendung

Transistor fiir NF-Endstufen kleiner Leistung, fiir Vor- und Treiber-
stufen in NF-Verstirkern, fiir Steuer- und Regelzwecke und fir
Schwingungserzeuger in Oszillatoren.

| Emitter
Jr_ (1) é Basis Kenndaten
L 9| { Kollektor 2 A " 5
- Die Kenndaten werden fiir eine Umgebungstemperatur T, = 25 °C
Abmessungen 38 85 \ 5 b angegeben.
Farbpunkt
~Ic in mA f L -Ip in ma * ] |Ig =Parameter i pa
A}
\ % 1 > \ | Ae=somi oo
\ i Ig =Parameter in mA “ ’ // /’
y
“Ueg =1V | 250
\ s 2 125 2 : ,/
\ \‘ P =50 mW » . 3
\ 3 200
10 10 / e
T 10 4 2
\ N \ ,/
\ \ \ Upg =1V i
8 N \ 8 // _~ s\ 4 150
\ AN N\ - ~ b
N
\ 6 \\ \ & // A ~
S ~
\ T 5 \\ — il s l=0
< Lt N
4 T~ \ . 4 Vet sl e S
\ =
2,5 -
2
\2 \\ bl == 50
\ 0 i 0
10 5 0 2 4 6 [] 0 |0 200 100 | 0 2 4 6 8 10
—t = e ES— -—
in mA - ~lpgin V I in pA ~Yop in V
g hm ] ‘ | l 8 B n ¢ s Ye
" I = Parameter in mA o
sy 25 / =
I etV N =
- 4 fmt - 5] 5
Upg =1V goe]
c8 A= —T 175 o> 750
| -l
/V /:425/ g A —TT300
=T Uegin VY, Cj/ | e inv == -Ig =Parameter in pA
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HALBLEITERINFORMATIONEN

MITTEILUNG AUS DEM VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)

OC 820

Aufbau

Alle Elektroden sind durch Glasdurchfithrungen gegen das Gehiiuse
isoliert. Das System ist durch eine Metallkappe gegen duflere Ein-
fliisse geschiitzt. Die Anschliisse sind 16tfihig. Zur Wiirmeableitung
ist eine Kiihlschelle vorgesehen, die die Montage des Transistors auf
eine entsprechende Kiihlfliche gestattet.

32
-

3 \ | Emitter
——— 076} iR
Kollekte

[ ] ) ‘ . ‘”" ollektor

Abmessungen [,f _ 3 b e

- 5 -

Verwendung

Transistor fiir Endstufen mittlerer Leistung, fiir Vor- und Treiber-
stufen in NIF-Verstirkern, fir Steuer- und Regelzwecke und fiir

Dipl.-Ing. HANS-JOACHIM HANISCH 7

Germanium-pnp=Flachentransistor

Statische MeBwerte

Kollektorreststrom

(—Uep =6 V; Iy =0) —Iggo = 20 uA

(—Ucg =6V; 1z =0) —Igro = 400 A
Kollektorrestspannung

(bei — I =125 mA) —Uggo =0,5 v
Basisstrom

(“ U(,‘E =6 ‘V’; ‘—‘IC = 10mA) —I“ =500"1000‘11A

(—IJ(-E =0, V;—I(; = 80 mA) -—IB =4 ... 8 mA
Basisspannung

(—Ugg =6 V; —Ig = 10mA) —Uzy =< 250 mV

(—Ugg =0,7V; —Ig = 80mA) —Upy =0,5 Y

Temperaturabhiingigkeit der Kollektorreststrome Iopg und Iggo
Es ist:

Schwingungserzeuger in Oszillatoren mittlerer Leistung. e (]cgo) Ty
" (lgpo) Ty =25°C’
Kenndaten (eso) Ty
Die Kenndaten werden fiir eine Umgebungstemperatur T, = 25 °C e (TIcwo) Ty ey
angegeben. 5 (Iego) T; = 25°C
B T S 7 | [ nma | BE
-IC in mA f . \ G e 200
] R =100 mW H I P =100 mW
7o) ST W R 5 L 1 140 H—+ t
I e =Parameter in mA 3 I | I
; = 3 I Ig =Parameter in mA
i il
\ 120 —i - L] 120 41—
\ ~Ucg=1V i 12
\ 20 —— \
A\ 100 |— - 100
R ] N -
\ 100 — - \ " 8
n
\ 80—t | i \— @ \‘
\ 4 80 | 1
A}
\
\ 60 ‘\ — \ 60 \
\ N 60 \ C [

Kennlinienfeld in Basisschaltung

— 2
N ‘\
\ . x
N
\ 0 0
100 50 0 D) 4 6 8 10 0 20 16 12 8 4 0 2 4 6 8 10
o ' T -Ig in mA -UcginV
Ig in mA | ~Ueg inV
o1 : 01 [N —
IE=Parameter in mA
| —t—20 -Ig =Parameter ,in mA
e B
/ / | 1T 140
(=gt o 60 2
5 = L/ —
el 57 T T4 ~Ugg =1V ;/ R
L 420 y 03 :
Uggin V* //'760 =y ‘ - 16
EB | AUgein v =

Kennlinienfeld in Emitterschaltung
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Dynamische MeBwerte

Basisschaltung

Grenzfrequenz fo =200 kHz

bei —Ugg =6 V; —Ig =2mA

Emitterschaltung

Rauschfaktor F< 25 dB

bei —Ugg =1V; —I;=1mA; f =1kHz; Af =600 Hz;

Rg =500 Q

‘Grenzwerte

Emitterstrom Effektivwert Igesr =125 mA
Spitzenwert IEmax =135 mA

Kollektorstrom Effektivwert —Igerr =125 mA
Spitzenwert —Igpax =150 mA

Emitterspannung Effektivwert —Ugperp = 8V
Spitzenwert —Ugppax = 10V

Kollektorspannung Effektivwert —Ugpesr = 10V
Spitzenwert —Uggpax = 20V

Kollektorverlustleistung Pemax =100 mW

[~}

Wirmewiderstand bei ruhender Luft Ky =0,3 %V

Sperrschichttemperatur Timax =75°C

Umgebungstemperatur max, = 602G

Die erforderliche Reduzierung der Verlustleistung bei erhéhter
Umgebungstemperatur ist abhingig von der GroBe der verwendeten
Kiihlfliche und kann dem Diagramm P; ={f(T,) entnommen
werden.
Es ist:
T;—T °G 1
i =.—k‘1+—k: mit k= 0,3 —, ki

W e i oil)
(otw =~ 1,5 mW/cm? °C)
(F = Kiihlfliche in cm?).

Mit diesen Werten kann die erforderliche Kiihlfliche oder die zu-

Temperaturabhdngig-
keit des Kollektorrest-

stromes

Erforderliche
Reduzierung der
Verlustleistung

bei erhéhter Um-

2 )
%
*g 6 -
* 4 .
2 L/ //'
X, x,
i3 iy &
A A —=—
6
y AN 4
¢ y4
2
0
%
6 7 4
4 7 7
7 Il
2 7
0
0 10 20 30 40 50 60 70 40
Tj in ¢ ———
100
N N, B «'T »
o o LN\ N2
& %4 R\
7%
ES Q \
2 60 R W\
=G N, \}
«® \\\
20 ™
0

lassige Verlustleistung berechnet werden. gebungstemperatur Ta in °C ——m=—
OC 816 rorisetzung von Heft 13 (1960)
Statische MeBwerte Grenzwerte
Kollektorreststrom Kollektorstrom Effektivwert —Igey =20 mA
— Uap =16 Vi T =10 —i] < 20uA Spitzenwert  —Igmax =50 mA
((—Ugg —=6V; If; iy 0)) —Iggg < 400;1A Kollektorspannung Effektivwert — Uggese = 10 V
Kollektorrestspannung _ Spitzenwert  —Ugpnax=15 V
(bei —Ig =10 mA) A onoi= 08V Kollektorverlustleistung Pomax = 50 mW
) =0, 5
Temperaturabhéngigkeit der Kollektorreststrome Iggo und Iggo Wirmewiderstand bei ruhender Luft  k, — 04 mS;V
Es ist: Sperrschichttemperatur Timax =75 °C
s (Igpo) Ty . Umgebungstemperatur D nx = 654°C
(Icpo) Ty = 25°C Bei Umgebungstemperaturen tiber - 45 °C ist die Verlustleistung
(Icgo) T} entsprechend dem Diagramm P =f (T,) zu reduzieren.
iz =

8 (ICEO) Tj == 25% 3

Dynamische MeBwerte MeBfrequenz f =1 kHz

Grenzfrequenz fo = 300 kHz
bei —Ugg =6 V; —Ig =2mA

Emitterschaltung (Arbeitspunkt —Ugg =6 V; —Ig = 2 mA)

Eingangswiderstand

(Ausgang kurzgeschlossen) : hie =0, -+ 2kQ
Spannungsrickwirkung

(Eingang offen) BNyse =4---25.10-*
Stromverstirkungsfaktor

(Ausgang kurzgeschlossen) hge =20---100
Ausgangsleitwert

(Eingang offen) hppe =20 --- 150 uS
Leistungsverstarkung " Gpmaxe =32 -+- 45dB
(bei —Ugg =6 V; —Ig =1mA; Ry = 50kQ)

Rauschfaktor F <25dB

(bei —Ugg =1V; —Ig=1mA; f=1kHz; Af =600 Hz;
Ry = 500 Q)

Farbpunktgruppierung wie bei OC 811 radio und fernsehen 11
(1960) S. 339

454 14-1960 radio und fernsehen

Temperaturabhdngigkeit
102 A des Kollektorreststromes
s
x3 6 = 7 <
2, L e e
€ 7.
2 / 7 é
x, %,
10 / el
= 7=
g 7
VAW 4
& y4
‘ /
n°
8 /4
6 ==r s _]
¢ Il 75 “
2 4 / A Y
1 .
> )
0 £ 501
o W 20 30 <0 50 e » &
fj in °C ——== ©
25-
Erforderliche Reduzierung der Verlust- 5
leistung bei erhdhter Umgebungs- O 0 20 30 40 50 60 70 60
temperatur » Tg in °C ——=



HALBLEITERINFORMATIONEN

MITTEILUNG AUS DEM VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)

Dipl.-Ing. HANS-JOACHIM HANISCH 8

OC 821 Germanium-pnp-Flachentransistor

Avtbav Kenndaten
Alle Elektroden sind durch Glasdurchfiihrungen gegen das Gehéuse Die Kenndaten werden fiir eine Umgebungstemperatur T, = 25 °C
isoliert. Das System ist durch eine Metallkappe gegen dullere Ein- angegeben.

fliisse geschiitzt. Die Anschliisse sind 16tfahig. Zur Warmeableitung
ist eine Kiihlschelle vorgesehen, die die Montage des Transistors aul

tische Mefjwert
()  eine entsprechende Kiihlfliche gestattet. Statis fiwerte
~ Kollektorreststrom
32
Emitter g Ip = 0 —Igpo = 20 uA
:LI» = j L Basis (—Ucg =6 V; Ig = 0) —Iggo < 500 ‘LtA
T 3 < Kollektor

L

Abmessungen ' Kollektorrestspannung
i 38 —J—— 185 —~ sl

(bei —Io =125 mA) —Uggo =0,45 V

Basisst.
Yerwendung s
‘ 4 : I (—Ugg =6 V; —Ig = 10mA) —Ig =75--500 uA
Transistor fiir NF-Endstufen mit etwa 50 mW' Ausgangsleistung, (—Ugg =0,7V; —Ig = 80 mA) —Ig= 14 mA
fiir Steuer- und Regelzwecke und fir Schwingungserzeuger in p
Oszillatoren mittlerer Leistung. Zu einem Paar zusammengestellte Basisspannung
Transistoren 2 OC 821 sind fiir Gegentakt-B-Stufen bis 400 mW (—Ugg =6 V; —Ic = 10mA) —Ugg =250 mV
Ausgangsleistung geeignet. (—Ueg =0,7V; —Ic = 80mA) —Ugg =04 V
=lc in mA -Ic in mA 1
- 1
140 =50 \ ol s
1 = w
\ . PC 100 m \ d
1 Pr =100 mW
C
2o} ) \\ 120416
20 § N [ 11
O \'UCB‘W Ig =Parameter in mA -UCE=7V\ 1 -Ig=Parameter in mA
\ 100 100 1 4 |
\ - 700 - |
1 : i g
\ 60 \ \ 80
a0 \
=\ \ -“
L2
60 ) 60 =,
¥ 60 \ ,“
\ \
\
40 L 4C Nt ]
\ . 40 \ i .
< 4 B2
\ 3 b - \ ~ et 0,5
=12 \ = ~~~L
0 \ 5
100 50 0 2 4 6 8 10 "o 108 6 4 2 2 4 6 8 10
I in mA “Upg in v g, in-mA “Ygin v
01 o1 0
L_t—t20
02 || o L Jos
(08 s I I s e /T L1
] T | e
~Upg =TV | = /4§,700 ~Upg=1V] / = v____.—.——‘2
L~ LA ?’ 120 Ig =Pargmeter in mA J// N -Ig=Parometer in mA
‘ ,//150 | (o , , L # 18/6 1
Ugg i - E
Eg n ¢ N 8 7 A e n 1[5~ REERNEN

Kennlinienfeld in Basisschaltung Kennlinienfeld in Emitterschaltung
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Temperaturabhingigkeit der Kollektorreststréme Iopo und Icgg.
Es ist:

i it ROl Ly
(Icpo) Ty = 25°C

I T

L _(Iego) T;

" (Iego) Ty =25°C"

~ oo

N
N
N

~ oal
N
N\

N

‘\QQB; N
N

~U N
\\\\

N

0

0 10 20 30 40 50 60 70 60

Tl'in°C—-—

Temperaturabhdngigkeit des Kollektorreststromes

i<}
S

P. in mW
o~
S

S

Abhdngigkeit der Verlustleistung von der Umgebungstemperatur
und der GréBe der Kihlfldche

Dynamische Mefywerte

Basisschaltung

Grenzfrequenz fox = 300 kHz
lbei —Ugg =6V; —I; =2mA)

Emitterschaltung

Rauschfaktor Fx 8548
(bei —Ugg =1V; —Ig =1mA; f =1kHz; A4f =600 Hz,
Rg =500 Q)

2 0C 821

Die zu einem Paar zusammengestelllen Transistoren OC 821 sind
wie folgt ausgewihlt:

Das Verhiltnis der Basisstrome der einzelnen Transistoren betragt

bei —Ugg =6 V; —Ig =10 mA
und —Ugg =0,7 V3 —I; =80mA
I
2 <14,3.
[B!

Die erforderliche Basisruhespannung bei einem Kollektorstrom
—I¢ =1,5mA ist:
Upg <140 mV.

Die Differenz der Basisruhespannungen betrigt dabei:

| Uatms — Wama] &= 20 MY,

radio und fernsehen
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Grenzwerte

Emitterstrom Effektivwert Igesr =125 mA
Spitzenwert Igmax = 135 mA
Kollektorstrom Effektivwert —Igey =125 mA
Spitzenwert  —Igpax = 150 mA
Emitterspannung Effektivwert —Upggesy = 8V
Spitzenwert  —Ugppa,y = 10V
Kollektorspannung Effektivwert —Uggeyy = 10V
Spitzenwert  —Uggmax = 20V
Kollektorverlustleistung Ccmax = 100 mW
0,
Wirmewiderstand bei ruhender Luft K, = 0,3 m(\:)V
Sperrschichttemperatur Timax = 75 °C
Umgebungstemperatur amar | = 05 °€

Die erforderliche Reduzierung der Verlustleistung bei erhéhter Um-
gebungstemperatur ist abhingig von der GréBe der verwendeten
Kiihlfliche und kann dem Diagramm Py =f{(T,) entnommen
werden.

Rechnerische Ermittlung
der erforderlichen Kihlflache

Zur Berechnung der Wirmeableitungsbedingungen betrachtet man
den Transistor als abgeschlossenen aktiven Zweipol mit der Wirme-
quelle Pg und den Wéirmewiderstdnden Rjnerm und Rginerm (ki
und k).

Die Warmemenge fliet iiber den inneren Wiarmewiderstand zum
Gehause. Die mit dem Gehduse verbundene Kiihlfliche gibt die
Wirmemenge dann iiber den duBleren Wirmewiderstand an die
Umgebung ab.

Es ist: Ty — T, =4dT
AT = Pg (Ri therm + Ra thérm)
= I)c (k1 ‘i‘ kz}
\ 1
mit R, therm = k. =0‘w 'F

«y = Wiarmeaustauschkonstante.
Damit ergibt sich fiir die erforderliche Kiihlfliche folgende Be-
ziehung:
Fe Pg S P¢
0w [(Ty — Ta) — Ritherm - Pcl &y (4T — k, - Pg)

&
R
I(ﬁ(htjrm
7 Ra therm
S (ko)

b

Thermisches Ersatzschaltbild

Zahlenbeispiel

Fiir den Transistor OC 821 ist die erforderliche Kiihlfldche fiir eine
Verlustleistung von 100 mW bei einer Umgebungstemperatur von
35 °C zu ermitteln.

Es ist:
5 °G mW
T; = 75°C; k':OBn—mW s =15 ek
damit wird:
e = 100 mW 2 e,
m
1,5 ——— °C— —— + 100 mW
S (40 C—0,3 5 * 100 mW)

Zum Betrieb des Transistors OC 821 mit 100 mW bei einer Um-
gebungstemperatur von 35 °C wird eine Kiihlflaiche von F =6,7 cm?
benétigt.
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, MITTEILUNG AUS DEM VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
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OC 822 | Germanium-pnpsFlichentransistor

Avufbav Kenndaten
O Alle Elektroden sind durch Glasdurchfithrungen gegen das Gehéuse Die Kenndaten werden fir eine Umgebungstemperatur T, = 25 °C
isoliert. Das System ist durch eine Metallkappe gegen &dulere Ein- angegeben.
fliisse geschiitzt. Die Anschliisse sind 16tfahig. Zur Warmeableitung
& ist eine Kiihlschelle vorgesehen, die die Montage des Transistors auf Stafische Mefjwerte
eine entsprechende Kiihlfliche gestattet.
Kollektorreststrom .
M an e A0AVS s . T, =0 + ) —Topo. = A0S pA
(—Ucg = 6 V; Ig =0 ) —Icgo < 600 pA
—_— ] Emiter (—Ugg =30 V; +Ugg =20,1V) —I¢ < 15 pA
o)y Kollektor Kollektorrestspannung
Abmessungen L. 3 5 (bei —I¢ =125 mA) —Ucgo = 0,45V
- Basisstrom
! (—Ueg =0,7V; —Ig = 80 mA) —Ip < 4mA
i Verwendung (—Ueg =0,7V; —Ig =125mA) —Ig < 6mA
Transistor fiir 30-V-Schalteranwendungen. Basisspannung
(—Ueg =0,7V; —Ig = 80mA) ~Upp = 0&V
(—Ugg =0,7V; —Ig =125mA) —Ugg = 06V
}_,C in mA | [ | ’gen_l[éeraturabhiingigkeit der Kollektorreststrome Igpg und I¢go.
US 1SL:
|
‘ 6 | at (Icpo) Ty o
. (ICBO) Tj == 25 C
! = / -Ig = Parameter in mA (Tcgo) Ty
O \ ( e (Icgo) Ty = 25°C
; ¢ !
-Ugg=1v \ 3
| /
! \ 100 / ' s
E \ / 0 = ey e eI zx
| L I g ] t ya
| ( 2 ==
i h \ //7 *g ,
i \ ! ek e “B
- S —
‘ 50 E = g:_ 7
‘ \ : il =S -
BEEES — ‘ e \
Ry 2 s & o
\ ' 05 o /
. e e A N -— m—
f 1 ‘ A= /
| | 0 ‘ ji == T
-8 6 4 2 2.4 6 & W0 12 44 16 18 20— o = =
‘IB in mA . = I . n “Ugg in V‘ 2 7;
; 01 | 0 | 4 ‘ -
T “ — 0 10 20 30 40 50 &0 70 80
|05 fJ Jite Ea
02 | /// A ‘
. L f-’ Temperaturabhdngigkeit des Kollektorreststromes
g1 :
~Ugg=TV /_h—:x/z |
7 S Ol ‘ -Ig=Parameter in mA |
i i )6/ B : |
P l = | Dynamische Mefjwerte
| -IUBE in Vv Basisschaltung
Grenzfrequenz fa = 300 kHz
Kennlinienfeld in Emitterschaltung (bei —Ugg =6V; —Iz =2mA)
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Grenzwerte

Emitterstrom Effektivwert Igerr =150 mA
Kollektorstrom Effektivwert —Igegsr =150 mA
Spitzenwert —Icmax =250 mA
Emitterspannung Effektivwert —Ugpege = 20V
Kollektorspannung Spitzenwert —Ugpmar = 30 V
(bei Iy =0)
Spitzenwert — Ucgmae = 380V

(Ugg 2 0,1V)

OocC 823

Aufbau

Alle Elektroden sind durch Glasdurchfithrungen gegen das Gehause
isoliert. Das System ist durch eine Metallkappe gegen dullere Ein-
fliisse geschiitzt. Die Anschliisse sind 16tfahig. Zur Wirmeableitung
ist eine Kiihlschelle vorgesehen, die die Montage des Transistors auf
eine entsprechende Kiihlfliche gestattet.

] Emitter
:+ —J - o ) Basis
L——.—a 28 Kollektor
Abmessungen o

Yerwendung

Transistor fiir 60-V-Schalteranwendungen.

Kenndaten

Die Kenndaten werden fiir eine Umgebungstemperatur T, = 25 °C
angegeben.

Statische Mefywerte

Kollektorreststrom
(5 Ucp = 105N gl =2 0] —Iepo = 10 pA
(—Ucg = 6V; Ig = 0) —Icgo =600 uA
(—Ucg =60 V; Ugg =0,5V) —I¢ < 30 pA
Kollektorrestspannung (bei —Ig =125mA) —Uggo £ 0,45V
Basisstrom
(—Ugg =0,7V; —I, = 80mA) — s R T
(—Uegg =0,7V; —Ir =125mA) — Iy < 6mA
Basisspannung
(—Ugg =0,7V; —I; = 80mA) —Ugg = 04V
(—Ugg =0,7V; —Ig =125mA) —Upg £ 0,6V

Temperaturabhingigkeit der Kollektorreststrome Iogo und Iggg.
Es ist:

iy (Icgo) Ty
2 [Topo) Ty=25C'
U (Icro) T
pe=—C0 L.
(Icgo) Tj = 25°C
10

8= 7

& /
d /

?(5 2

*e = x€ ’/ %5
: == s
4 |l

1/

2 /4
ol :
6 f' T
s
o
&
0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Tj in C ——=

Temperaturabhdngigkeit des Kollektorreststromes
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Kollektorverlustleistung Pomax = 150 mW
°G
Wiarmewiderstand bei ruhender Luft 1124 = 08 oW
Sperrschichttemperatur Dgax -=0. 25  °G
Umgebungstemperatur P ax. = 160 el

Die Berechnung der erforderlichen Kithlflichen und die Reduzie-
rung der Verlustleistung bei erhéhter Umgebungstemperatur erfolgt
wie beim Transistor OC 821.

Germanium-pnp-Flachentransistor

-IC in mA
6
\ 150 /
-lg = Parameter in mA
\ /
4
el \ >
\ V
oll/A
00 /
2.
\ P el
\ |
50 |
\ : 1
e |
\ 05
)
f |
0
8 6" G 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 —=
-lg i mA | SEA “Ucg iV
o1 o‘
|
et 0,5
02 |
el |
R —
~Uce=1V o =2 [
—"
/ M/J'/ ¢ -lg=Parameter in mA
N 6
/'/ l //
~Ugg iIn V

Kennlinienfeld in Emitterschaltung

Dynamische Mefjwerte
Basisschaltung

Grenzfrequenz fa = 300 kHz
(bei —Ugg =6V; —Ig =2mA)
Grenzwerie
Emitterstrom Effektivwert Terr =150 mA
Kollektorstrom. Effektivwert —Igesr =150 mA
Spitzenwert —Icmax =250 mA
Emitterspannung Effektivwert —Uggerr = 20 V
Kollektorspannung Spitzenwert —Ucpmax = 60V
(bei Iy =0)
Spitzenwert —Ucgmax = 60V
(Upe 20,5V)
Kollektorverlustleistung Pemax = 150 mW
0,
C
Wirmewiderstand bei ruhender Luft K = 0,3 W
Sperrschichttemperatur Dax et 20 126
Umgebungstemperatur Timae 2= 65 °C

Die Berechnung der erforderlichen Kiihiflache und die Reduzierung
der Verlustleistung bei erhohter Umgebungstemperatur erfolgt wie
beim Transistor OC 821.
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OC 831 Germanium-pnp-Flachentransistor

: Avufbau Verwendung
Emitter- und Basiselektrode sind durch Glasdurchfithrungen gegen Leistungstransistor fiir Niederfrequenzverstarker.
i O das Gehduse isoliert. Der Kollektor ist mit dem Gehéuse leitend
verbunden. Das System ist durch eine Metallkappe gegen dufere Kenndaten
i Einflisse geschiitzt. Die Anschliisse sind l6tfihig. Fiir isolierten Die Kenndaten werden fiir eine Umgebungstemperatur T, = 25 °C
: Einbau werden eine Glimmerscheibe und zwei Befestigungsschrau- angegeben.
ben aus Kunststoff mitgeliefert.
; Statische Mefwerle
[solierscheibe Q) dick Kollektorreststrom
(—Uep =6V, Tar b=10) —Iggo = 30uA
é (_ UCE =6 V; e IB = 0) = ICEO < 1000 /II,A
§ (—Ueg =6V, Ugg = 0) —Igox < 100 uA
Kollektorrestspannung
e (—lc =14, —Ucg = —Ugg) —Ucro = 1V
Basisstrom
é (— UCE =17\ — Iz =100 mA) —Ip < 5mA
: Abmessungen (—Ugg =2V, — Iz =500 mA) —Ip < 42mA
i -Ig inA ~Ic inA T =
i T— 1 1 -Ig =60 mA
\ ' \ —[s0ma
i \ 09 A .=Yeg =1V \
i 08 o 40 mA
i (& \ 084 \
H \ o7A \ 30 mA
06 06
\ ' 064 \
-Upg=1v \ : f 20 mA
\
04 04
\ e 0 mA
03 A
| 02 024 02 —5mA
01A 2 mA
X e
| :
1 08 06 04 02 2 4 6 8 10 100 60 60 40 20 2 4 6 8 10
Ig inA -Ucg NV -Ig in mA R
- 02 e 02 ~Ugg inV
Ic=01 A -Ig=2mA
“leg=1Vv. et A / N oma | SmA S
04 g4 /0%
06 A -Uce=1v /] 4 20 mA
Qa4 w0
14 mA
’ 06 / 06 t_ 60 mA
Ugg inV 1 ~Ugg inV ‘ I
Kennlinienfeld in Basisschaltung Kennlinienfeld in Emitterschaltung
radio und fernsehen 17.1960 545
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Grenzwerte

Kollektorstrom —Tomux - = 1A
Emitterstrom lging o= L2A
Kollektorspannung —UcBmax = 30V
— YCEmax = 20V
[s. Diagramm — Uggmax =1 (Rpg)]
Emitterspannung Upgmax = 10V
Verlustleistung Piiax u=u 1)
(s. Diagramm)
Wirmewiderstand k, = 20°C/W
Sperrschichttemperatur i Timaz = 259
Umgebungstemperatur Banar— = =69°C

20C 831

Die zu einem Paar zusammengestellten Transistoren OC 831 sind
wie folgt ausgewihlt:

Das Verhiltnis der Basisstréme der einzelnen Transistoren betrigt
bis zum maximalen Kollektorstrom von—Iz =1 A

1

B9,

Ig,
Dabei betrigt auch das Verhiltnis der Basisspannungen der ein-
zelnen Transistoren bis zum maximalen Kollektorstrom von
—Ig=1A

’

=12.

Ugg,
Usg,
Die im Diagramm Pp,, = f (T,) dargestellten Geraden gelten fir
quadratische Kiihlbleche in horizontaler Lage bei isolierter Montage

der Transistoren unter Verwendung einer 0,1 mm dicken Glimmer-
scheibe.

OC 832

Aufbau

Emitter- und Basiselektrode sind durch Glasdurchfiihrungen gegen
das Gehéuse isoliert. Der Kollektor ist mit dem Gehduse leitend
verbunden. Das System ist durch eine Metallkappe gegen dufere
Einfliisse geschiitzt. Die Anschliisse sind 16tfahig. Fiir isolierten
Einbau werden eine Glimmerscheibe und zwei Befestigungs-
schrauben aus Kunststoff mitgeliefert.

Verwendung

Leistungstransistor fiir 30 V — Schalteranwendungen.

Kenndaten

Die Kenndaten werden fiir eine Umgebungstemperatur T, = 25 °C
angegeben.

Statische Mefwerte

Kollektorreststrom

(—Ucp =6V, —Ig =0) —Iggo = 30uA

(—Ugg =6,V, .—Iz =0) —Icgo = 1000 uA

(—Ucg =6V,  Upg =0) —Icog < 100 puA
Kollektorrestspannung

(—Ic =1A, —Ugs =—Ugg —Ucro = 1V
Basisstrom

(—UCE =2V, — Ic = 500 mA) _IB < 42mA
Grenzwerte
Kollektorstrom —Iomax = 1A
Emitterstrom It = 1,2 A
Kollektorspannung —UcBmax = 30V

. UCEmax -4 30V

[s. Diagramm — Uggmax = f (Rpg)]
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Germanium-pnp-Flichentransistor

70
- I
1 & -UCE max *f(Ree )
> 50
§ «w
3
70
Abhédngigkeit der et
maximal o
zuldssigen Kollek- 0 ™
torsperrspannung £
vom Eingangs- 0 I !
abschluB- : 0 100 000
widerstand Rge inkQ —==
it R
s
@)
=
BERSSENE T
&£ oy 3
1 7“% ‘—‘%
BN &
[Tl 6“/% D c%
e W
Abhdngigkeit der | ohe
Verlustleistung "oche L ]
von Umgebungs- | Ean x4
temperatur und 0 A T !
GroBe der 0 D E 20 P B0 0™ 507 b0 ) el
Kuhlflache : L in° —=
Emitterspannung UpEmax = 10V
Verlustleistung Prax = f(Ta)
(s. Diagramm)
Wirmewiderstand k, = 20 °C/W
Sperrschichttemperatur Tijmax = 75 °C
Umgebungstemperatur Tomarie =1 6590

Die im Diagramm P,y =f (T,) dargestellten Geraden gelten fir
quadratische Kiihlbleche in horizontaler Lage bei isolierter Montage
der Transistoren unter Verwendung einer 0,41 mm dicken Glimmer-
scheibe.

; Ht—

1 60 -UcE max =f(RBe!

> S0

£

g«

-

TN I

Abhdngigkeit der 0
maximal ™
zuldssigen Kollek- 0
torsperrspannung
vom Eingangs- 0
abschluB- ! 0 X0 000
widerstand Rgg m ko —==

Die Abmessungen, die Kennlinienfelder in Basis- und Emitter-
schaltung sowie die Abhdngigkeit der Verlustleistung von der
Umgebungstemperatur und GréBe der Kiuhlflache sind die
gleichen wie beim Transistor OC 831 (siche Seite 545 und 546).
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oC 833

Aufbau

Emitter- und Basiselektrode sind durch Glasdurchfithrungen gegen
das Gehduse isoliert. Der Kollektor ist mit dem Gehéuse leitend
verbunden. Das System ist durch eine Metallkappe gegen aufBere
Einfliisse geschiitzt. Die Anschliisse sind I6tfahig. Fiir isolierten
Einbau werden eine Glimmerscheibe und zwei Befestigungs-
schrauben aus Kunststoff mitgeliefert.

Isolierscheibe 0] dick

HALBLEITERWERHK

FRANKFURT (ODER)

Dipl.-Ing. HANS-JOACHIM HANISCH 1"

Germanium-pnp-Flachentransistor

Verwendung
Leistungstransistor fiir 60 V — Schalteranwendungen.

Kenndaten

Die Kenndaten werden fir eine Umgebungstemperatur T, = 25 °C
angegeben.

Statische Mefywerte
Kollektorreststrom

(—Uep =6V, Ig =0 —Igpo = 30uA
7. - (—Ugg =6V, —Iy =0 —Iggo = 1000 uA
oF Sy (—Ugg =6V, Ugg =0 —lcox = 100puA
S %’* F T ! Kollektorrestspannung
(I =1A, —Ucg = —Upg —Ucgo = 1V
o Basisstrom
~ 2 (—Ueg =7V, —I; =100mA) —Iz ‘= 5mA
Abmessungen - 7 St P (—Ueg =2V, —Ic =500mA) —1Ip < 42mA
-Ic inA ~I¢ inA | b
?_ ; 1 -Ig=60 m
\ I-=1A \ SRS
\ 09 A ~Ucg =1V, \
08 \ 08 40 mA
\ 084 \
\ 074 \ 30 mA
06 06
\ 064 \
-Upg=1V \ 20 mA’
\
\ 04 04 A 04 215
03 A
02 024 02 —5mA
01A |'r 2mA
1 08 06 04 02 2 4 6 8 10 100 80 60 40 20 2 4 6 8 10
- — - —~— I
IginA -Ucg inV -Ig in mA —
042 ] | q2 'UCE nV
A\
I-=01A =T
02A & B=2mA
-Urg= 4 5mA
= --hild P 04 ,4 b= Oma | °M
06 A -Upg=1V / f 20 mA
IAqu // 40 mA
06 06 [—T=60 mA
UgginV & -Ugg inV ‘

Kennlinienfeld in Basisschaltung

Kennlinienfeld in Emitterschaltung
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LT
- [T T
t N ~UcE mar 'T”RBE)
s 50 N F‘
5 “
g w ‘
$
Y 0
Abhdngigkeit der
maximal <
zuldssigen Kollek- = D
torsperrspannung
vom Eingangs- .
abschluB- ! 0 0 L
widerstand Rgg inkl —=—
Grenzwerte
Kollektorstrom —Iomax = 1A
Emitterstrom Emax = 1,24
Kollektorspannung — Ucpmax = 60 V
—Ucgmax = 60 V
[s. Diagramm — Ugpya = f (Rpg)]
Emitterspannung Uggmax = 10V
Verlustleistung max = 1 (Ta)

(s. Diagramm)

OY 100--- OY 104

Aufbau

Die Anode ist durch eine Glasdurchfiihrung gegen das Gehéuse iso-
liert. Das System ist durch ein Metallgehéuse gegen &ullere Ein-
fliisse geschiitzt. Die Anschliisse sind 16tfdhig.

Anschlufidrihte: Lieferidnge 40 mm
verkirzbar bis 20 mm

w
i | &
B S
—=a= ] T“ ey
roter Ring J
(Katode) __| 2 s 2 |=
Abmessungen P R
135
Yerwendung

Fliachengleichrichter in niederohmigen Gleichrichterschaltungen fiir
kleine Strome und mittlere Spannungen.
Kenndaten

Die Kenndaten werden fiir eine Umgebungstemperatur T, = 45 °C
angegeben.

(004 100:OY 101]0Y 102/0Y 103|OY 104‘

\ Typ |

UKA inV
(Tga <100uA; T, =25 °C)
(Iga =500uA; T, =45 °C)

20 50 100 150 200

Isx in mA

(Uag =0,5V) 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Grenzwerte
Temperaturkoeffizient des Durchlastromes -~ 0,5% °C-?
Temperaturkoeffizient der Sperrspannung —2 9L oG~
Sperrschichttemperatur Tjmax =75 °C
Umgebungstemperatur T max = 60 °C

Bei Umgebungstemperaturen iiber 4 45 °C ist der maximal ent-
nehmbare Gleichstrom entsprechend dem Diagramm I, = f (T,)
und die Sperrspannung Ug, entsprechend dem Temperaturkoeffi-
zienten zu reduzieren.
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5
ot Vi
[ A [
= LA &
AR
g o] > <
% & N
= A\ | | C!&
___f'b, -]
Lo D | c@:
Nl
05 N \
kY
Abhingigkeit der o \
Verlustleistung MilGoset~ N =
von Umgebungs- [Elsa] I 3]
temperatur und 0 0
GroBe der 0 D 220 30 4 50 6 W0 6
Kihlflache & in°C ——
Wirmewiderstand k, = 20 °C/W
Sperrschichttemperatur Timax = 75 °C
Umgebungstemperatur Tomax, =1 165°C

Die im Diagramm P,,, =f (T,) dargestellten Geraden gelten fir
quadratische Kiihlbleche in horizontaler Lage bei isolierter Montage
der Transistoren unter Verwendung einer 0,4 mm dicken Glimmer-
scheibe.

Germanium-pn-Fldachengleichrichter

Typ 0Y 100/0Y 101}0\( 102\03{ 10310\( 104
Ukh mae 10V 20 50 | 100 | 150 | 200
Tk hag= o INOA 100 | 100 | 100 | 100 | 100
UpKk max DV 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Lk max  in MA 350 | 350 | 350 | 350 | 350
Iak imp max iR A 3 3 3 3 3
(timp =10-*s, f< 100 Hz)

—— Yy NV

200 150 100 50 20 o
Tip = F(Uga))

=z V4 /[ 50
s s i
/ " 7 /‘ T / T %, LANK S
/ / f I I s g
i ! 4 Al
- 4 IS i H_«zow

oy 104 oy 103 oy 102 ov1o1 | Ovi100
oy 114 oy 113 ov 12 oy | oyino
Mittelwertskennlinie
— == Grenzkennlinie
Sperrkennlinien der Fldchengleichrichter OY 100-..104 und
OY 110:.:114 bei T, = 25 °C
Uyp in Vv
200 150 100 50 2 o
100
Ixa = f(Uyg)

200 <
—”—T—___—r / =
I S A A e
- S

7 7 T 1300
/ i ', 1 ', ! ‘

4 1 7 T 500

oy 14 oy 103 oy 102 oy 101 | OY 100
oy 14 oy 3 oy 2 oym | ovio

Mittelwertskennlinie
— = Grenzkennlinie

Sperrkennlinien der Fldchengleichrichter OY 100---104 und
OY 110---114 bei T, = 45°C Wird fortgesetst
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oY 110---OY 114

Avibau

Die Anode ist durch eine Glasdurchfithrung gegen das Gehéuse iso-
liert. Das System ist durch ein Metallgehduse gegen &uBere Ein-
flisse geschiitzt. Die Katode liegt an einem Sechskant mit M4-
Gewindebolzen. Der Anodenanschluf} ist l6tfihig.

19
9 77—
fe— 7
(= > a
- ~N
i 2 S
s — B = e
fre bl ™ =
[ E I
Schraubanschiufi Re——gp-= = 204,
Katode :
Abmessungen -8 ‘-J Digi 20
Verwendung

Fliachengleichrichter in niederohmigen Gleichrichterschaltungen fiir
mittlere Strome und Spannungen.

Kenndaten

Die Kenndaten werden fiir eine Umgebungstemperatur T, = 45 °C
angegeben.

Typ oY 1100Y1110Y1120Y113:0Y114

UKA inV
(Txa < 100 A ; T, =25°C) 20 50 100 150 200
(Iga < 500 A ; T, =45 °C)

Ik in A

(Uag =1V) 1 1 1 1 1
Grenzwerte

Temperaturkoeffizient des DurchlaBstromes -+ 0,59 °C-!
Temperaturkoeffizient der Sperrspannung 0 B!
Sperrschichttemperatur Ty max = 75 °C
Umgebungstemperatur T tax —601°€

Bei Umgebungstemperaturen itber 4 45 °C ist der maximal ent-
nehmbare Gleichstrom entsprechend dem Diagramm I, = f (T,)
und die Sperrspannung Ug, entsprechend dem Temperaturkoeffi-
zienten zu reduzieren.

Die Typen OY 110 --- OY 114 miissen fiir Werte von I, = 150 mA
auf eine Kiihlfliche montiert werden. Die erforderliche Kiihlfliche

HALBLEITERWERK'

FRANKFURT (ODER)

Dipl.-Ing. HANS-JOACHIM HANISCH 12

Germanium-pn-Flachengleichrichter

richtet sich nach der GroBe der Belastung des Gleichrichters und
ist aus dem Diagramm Kiihlflache F = f (I,) zu entnehmen.
Bei isolierter Montage sind die im Diagramm angegebenen Werte
auf etwa 70% zu reduzieren.

Typ OY110:OY 111||OY112;0Y 113|’OY114l
Ura ez, 0V 20 50 100 | 150 | 200
Iix siax in A 1 1 1 1 1
Usg max 0V 1 1 1 4 1
i in A 3 3 3 3 3
IsK imp max D A 6 6 6 6 6
(timp =10-*s, f <100 Hz)

Ia = flUgy)
oy 110...1%4
Tg=25°C

\\‘

03 / .
- /
DurchlaBkennlinie /
o N 02 .
der Flédchengleich- /
richter OY 110...114 o1 /£
Mittelwerts- z cadl
kennlinie ] 62 04 06 08 0 12
—-— Grenzkennlinie Upg in V —=—
Ing = f(Tg)
. Kiihiflache F = Parameter
? 12 9 oY 110...174 Tq max = 60°C
= 2 '
10 F=25cm !
< !
& 08 |
5 I
063 F =10 cm? |
Abhdngigkeit des 04 !
enhPEhmbaren 0,2 4 ohne Kiihifidche
Gleichstromes von A
0 — t
Umgebungstempe- o b 2% % @ % e B e
ratur und Kuhlfldche Ta in °C —e=
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Betriebswerte

Bei Verwendung eines Ladekondensators darf die maximale Ein-

U
gangswechselspannung nur — 2% betragen.

1 + Typ U max In Vegr

Y, 0Y 110 14

[ oY 111 35

= oY 112 70

0Y 113 105

Einwegschaltung OY 114 140

Ferner ist darauf zu achten, dall der bei Benutzung eines Lade-
kondensators auftretende Ladestromstol den Wert von I,k impmax
nicht iiberschreitet und gegebenenfalls durch einen Schutzwider-
stand begrenzt wird.

—— Ugy in V

200 150 100 50 20 0
Ixa =flUga) o
> y4 50
AT i s A
7 A Ic 7 =7 1 , 7 : 100 5
/ -3 ; A
£ / 1 i ] 15 3
—l } '] i i zao‘
oy s | oy103 oy 102 ovior | ovioo
ovitu |oyn3 ov 112 ovy111 | ovio

= Mittelwertskennlinie
== Grenzkennlinie

Sperrkennlinie der Fldchengleichrichter OY
QOY 110:.-114 bei T, = 25°C

100---104 und

35 Kiihiftéiche F = (Iyx)
fiir Ty £ 45°C
30 oy 10.. 114

25 4

20

Kiihlfldche F ip cm?
3
1

0
T T e R e S

g in A —=—

Abhédngigkeit der erforderlichen Kihlflache vom entnehmbaren
Gleichstrom

—— Ugy in V

200 150 100 50 20 o
[
100
Tka = (Ug) ‘
- ' H
‘ <
| | gm0
o 7 T~ ot =400
v ! e ! ! ‘
A L S A e A L
ov 194 oy 103 oy 102 ov1or | oY 100
ovie | ov3 oriiz | ovm |ovio

Mittelwertskennlinie
=== Grenzkennlinie

Sperrkennlinie der Fldchengleichrichter OY 100-..104 und
OY 110...114 bei T, = 45°C

OY 100 s e ov 104 Fortsetzung von Heft 18 (1960)

Betriebswerte

Bei Verwendung eines Ladekondensators darf die maximale Ein-

U
gangswechselspannung nur %‘ betragen.

Typ Ui max in Vegr

OY 100 14

0Y 101 35

0Y 102 70

OY 103 105

OY 104 140
+

)

Einwegschaltung } 2.

Ferner ist darauf zu achten, dall der bei Benutzung eines Lade-
kondensators auftretende Ladestromsto den Wert von Ig jmpmax
nicht iiberschreitet und gegebenenfalls durch einen Schutzwider-
stand begrenzt wird.
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1
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temperatur
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Neue Transistortypen

Mit dem weiteren Aufbau des Halbleiterwerkes Frankfurt (Oder)
und mit dem stdndig steigenden Bedarf an Transistoren miissen
Mittel und Wege bei der Produktion der Halbleiter gefunden wer-
den, um allen Forderungen hinsichtlich der Qualitiat und Quantitat
zu entsprechen.

Die Typen OC 810 --- OC 816, OC 820 --- OC 823 [Kenndaten und
Abmessungen siehe radio und fernsehen 10--.18 (1960)] sind
in ihrer konstruktiven Bauform fiir eine bei steigender Produktion
notwendige Automation nicht geeignet. Das bedeutet im Fertigungs-
ablauf, dal zwischen automatischen und halbautomatischen Ar-
beitsgdngen die manuelle Fertigung ein unvollkommenes, von Sub-
jektivitaten beeinfluBtes Bindeglied darstellt, welchesimmer wieder
in hochstem Mafe storanféllig sein wird. =
Weiterhin werden fiir die genannten Typen wegen der verschiedenen
Konstruktionen zwei Fertigungen benotigt, die einmal die Typen
mit 25 mW Verlustleistung (OC 810 ... OC 814) und zum anderen
die mit 50- und 100 mW Verlustleistung vorsehen.

Fiir den Anwender stehen aus dem genannten Programm insgesamt
zwolf verschiedene Typen zur Verfiigung, wobei teilweise zwei ver-
schiedene Typen die gleiche Funktion ausiiben.

Im Sinne einer weitgehenden Typenbereinigung und einer radikalen
Standardisierung wird der VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)
1961 die NF-Transistoren OC 824 --- OC 829 anbieten. Sie haben
eine maximale Verlustleistung von 150 mW bei 45 °C Umgebungs-
temperatur ohne Verwendung einer Kiihlschelle.

Die aus Bild 1 ersichtlichen &uBleren AbmaBe ergeben eine runde
Bauausfiihrung, die der IEC Norm T09 entspricht. Das Gewicht des
Transistors betrigt etwa 3 p. Das Anbringen von Befestigungs-
schellen ist vorgesehen. Die technischen Daten sind aus nachfolgen-
der Tabelle ersichtlich.

Fiir den Transistor OC 813 mit 25 mW Verlustleistung und einer
Grenzirequenz von fo =1 MHz wird der OC 870 mit 20 mW Ver-
lustleistung und der gleichen Grenzfrequenz als Aquivalenttype
angeboten.

Die in der Tabelle genannten Kenndaten dienen zur Information.
Geringfiigige Anderungen sind noch méglich.

Kollektoranschlul

Emitteranschlui

Basisanschluf

_ Warenzeichen
gepragt

— Typenkennzeichnung

— Kerinzeichnung fir
Herstellungsdatum

i (gestempelt) und
Stromverstarkung
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Bild 1: Bauform und Abmessungen der Transistoren
OC824-.-0OC 829
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Type 0C 824/0C825%) | OC 826{ OC 827 OC 828| OC 829
proe inW| 015| 0,46 0,45| 0,5| 0,15| 0,15
B — | =20 | — — | = 2/|= 2
fo inMHz| =203 20,3 | =20,3| =20,3| =20,3| 20,3
bei
—Tlcg =6 V.
— IC =2mA
F indB| < 25| < 25 <10l < & — -
bei
—Ig =1mA
R, =500 Q
f, =1 kHz
Af =1kHz
—Ucgmax InV 20 20 20 20 30 60
bei
Rpg =1 kQ
—Ugpmaz 0V 10 10 10 10 10 10
Igmax in mA 150 150 150 150 150 150
'—UCEO inV — <0,5) —_ —_ = 0,5 <0,%
bei
— Ic =100mA
e
k in <0.2| <0,2 | <0.2|<0,2]<0,2|<0,2
mW
Timax in °C 75 75 75 75 75 75

—Icpo inud| < 15| < 15 <15|< 15| < 15| < 15
bei
—Ugp =6V

~Iceo in uA|<800| <800 |<800|<800|<800]|<800
bei

—Ucg =6V

hie inkQ| <25 <25 |<25|<25| — -
hyge (10-4) | < 30| < 30 < 30| < 30| — —
hye 10---20| = 20 = 201 = 20 — —
bei

—Ugg =6V,

_IC = 2mA

he inuS| <150| <150 <150 | <150 —_ =

\

Typenersatz fiir |OC810| OC 811 |OC 812 OC 814 ‘OC 822|0C 823
0C815| OC816 0OC817 OC818
0C 820| OC 821

1) Der Transistor OC 825 wird fiir Vorverstarker und Endstufen-
betrieb getrennt ausgeliefert. Die GroBsignalverstirkung z und
Kollektorrestspannung Uggp wird nur fiir die in Endstufenbetrieb
vorgesehenen Transistoren angegeben.
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Fiir Gegentaktendstufen kleiner Leistung ist das Péirchen 2 x OC 825
in Vorbereitung. Die Ausmessung erfolgt hierbei durch gleiches
Basisstromverhalten bei gleichen Kollektorstromen bzw. durch
moglichst kleinen Klirrfaktor bei entsprechender Aussteuerung.
Fiir Transistoren mit Angabe der Kleinsignalstromverstirkung
h,e = 20 wird diese noch in vier verschiedene Gruppen gestaffelt.
Eine Kennzeichnung dieser Gruppen erfolgt am Transistor.

Die Gruppeneinteilung erfolgt mit Werten fiir hy,, von

20 --- 32
32 ... 50
50 --- 80

> 80

mit Uberlappungsgrenzen von +10%.

Mit dem Ubergang auf die runde Bauform ist es dem Halbleiter-
werk Frankfurt (Oder) durch Automation und Rationalisation des
Produktionsprozesses moglich, groflere Mengen an Transistoren bei
gleichzeitiger Steigerung der Qualitét zu liefern.

Fiir die 1-Watt-Transistoren OC 831 --- OC 833 ist die Weiter-
entwicklung auf eine Verlustleistung von 4 W (OC 835 --- OC 838)
vorgesehen. Daher wird fiir beide Transistoren eine einheitliche
Bauform nach Bild 2 gewiihlt.

Germanium-Flachengleichrichter

Germanium-Fliachengleichrichter fiir Belastungen bis 1 A werden
jetzt in neuer Bauform ausgeliefert. Anstelle der bisherigen sechs-
kantigen Ausfiihrung mit 10 mm Schliisselweite und einem 4 mm
Gewindebolzen findet eine neue Unterplatte mit 9 mm Sechskant
(Schliisselweite) und 3 mm Innengewinde Verwendung. Diese Bau-
forménderung erfolgte aus Griinden der Standardisierung, Produk-
tionsrationalisierung und Qualititsverbesserung. Die neuen AbmaQGe
sind aus Bild 1 ersichtlich.

9 Sechskant B C)
b o
0 +__ . - . o e |a
. -1 ~ N o~
07° ! H\ 5 i i b
verzinnt
70 o2 |\
Gewinde M3 02dick
3Imm tief
Bild 1; a) Germaniumfldchengleichrichter, b) Isolierunterleg-

scheibe (Mikanit), c) Distanzscheibe

Zu den Gleichrichtern werden eine Distanzscheibe und eine Isolier-
unterlegscheibe mitgeliefert. Die zusiitzliche Lieferung von

1 Schraube CM 3 x6/4 DIN 84—55
1 Lotose 3 %12 B1 DIN 41496
1 Unterlegscheibe 3.2 DIN 125 MS

entfallt ab 1961.

Bei elektrisch isolierter Montage auf Kiihlbleche ist die angegebene
Reduzierung der Verlustleistung bzw. des Durchlalstromes zu
beachten.

Die Bezeichnungen und die Kenndaten der einzelnen Typen bleiben
erhalten [radiound fernsehen 18 (1960) S. 583 u. 584; 19 (1960)
S. 609 u. 610].

Die aus einer Fertigungsserie anfallenden Gleichrichter werden
nach ihren Sperrspannungen Ug, typisiert, wobei der DurchlaB-
spannungsabfall bei 1 A bei allen Typen hochstens 1 V betragen
darf. Diese Typisierung der Sperrspannung erfolgt entsprechend
den Empfehlungen und Vorschldgen der Sektion 9 des Rates fir
gegenseitige Wirtschaftshilfe. Danach miissen folgende Bedingungen
eingehalten werden:

Ixa < 100 A bei Ugymax
Ica < 200 uA bei 1,2 Ug g pax

Diese Typisierung erfolgt bei T, = 25 °C.

Fir die Gleichrichter wird die Sperrspannung und der Durchlaf3-
strom bis zu einer Umgebungstemperatur von 45 °C angegeben.
Erst bei Temperaturen {iber 45 °C mul eine Belastungsreduzierung
vorgenommen werden. Die maximale Sperrschichttemperatur be-
tragt 75 °C.

Es gilt die Bedingung:

AT
Rinerm = Ritherm + Ratherm = Pﬁ =
g i
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radio und fernsehen

Warenzeichen und
Type qufgestempelt

Kollektoranschlul}

r Kennzeichnung
am Gehguse

fur Herstellungs-
‘F = datum
i = -
— ®
Emitter—__| e i <
8asis — | ‘ H

95 —=

i
[
i |

L !

-3 |-

— 10 —=

Bild 2: Bauform und Abmessungen der Transistoren
OC 831..-0OC 833 und OC835:.-0OC 838

Die Kenndatenversffentlichungen einschlieBlich der Groéfie der
erforderlichen Kiihlflichen erfolgen zu einem spéteren Zeitpunkt.

Hierin bedeutet:

Ritnerm der innere Wiarmewiderstand des Gleichrichters
und  Rygperm der duBere Wirmewiderstand des Gleichrichters.
Die Wirme entwickelt sich unmittelbar an der Sperrschicht und hat
das Bestreben, Energie nach den weiter auflen liegenden kiihleren
Regionen abzugeben. Es entsteht analog zur Elektroenergie ein
Wairmestrom, der die inneren Warmewiderstidnde der im einzelnen
enthaltenen Materialien tiberwinden muf.

Ritherm = - 71 F i
o I

Hierin bedeuten:

d = Linge des Wirmestromes
F = Fliache des Wiarmestromes
A = Wirmeleitfaktor

Fiir die vorliegende Konstruktion des Bauelementes erhalten wir
0,

C - :
Rjtherm =4 -10-2 W bei Beriicksichtigung dereinzelnen Material-

komponenten.
Joi
<
<
x
&
Lk T
121 Ukamax e L
= AK
KA
1 Iya
St
<
=

Bild 2: Typisierungsbeispiel

Beispiel

Mit einer Temperaturdifferenz von 30 °C zwischen maximaler
Sperrschichttemperatur und Umgebungstemperatur und einer zu-
nichst angenommenen Verlustleistung (DurchlaBverluste) von 1 W
ergibt sich:

AT
Ratherm = P = R’l therm
v
(30 °G
=|— — 403 =26 + 108 ——"
( 1 4) mW

Wird jortgeselzt
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Die Flache des bendtigten Kiihlbleches ermittelt sich aus

1
* - Ra therm

Hierin ist o« dey Warmeiibergangsfaktor zwischen dem umgebenden
Medium und dem Wiarmespender. Der Warmeiihergangsfaktor setzt
sich aus der Konvektion und der Wirmestrahlung zusammen.

mW
o wird hierbei bei zweiseitiger Kiihlung mit 1,6 o fir

Aluminiumblech ermittelt. Dieser Wert ist eine Ndherung und
gilt nur bei Temperaturdifferenzen bis zu 100 °C und ruhender Luft.
Bei stromender Kiihlluft liegt « hoher.
Damit wird die Fliche:
103
T 1,6-26

Dies gilt allerdings nur fiir isotherme Bedingung, d. h. bei direkter
Montage des Bauelementes auf die Kiihlfliche. Der Gleichrichter
soll moglichst zentrisch auf die Kiihlfliche montiert werden. (Kiihl-
blechdicke 2 mm).

Bei Verwendung der mitgelieferten Mikanitscheibe muf3 die Ver-
lustleistung reduziert werden, da zwischen der Grundplatte des
Gleichrichters und dem Kiihlblech ein zusétzliches Temperatur-
gefille entsteht. Es muB also ein weiterer Warmewiderstand berick-
sichtigt werden.

= 28 e *,

d
Rl,therm = 7 ﬁ #

Die wirksame Fliche ergibt sich aus den Abmessungen der ver-
wendeten Mikanitscheibe unter Beriicksichtigung der eigentlichen
Beriithrungsfliche mit dem Gleichrichter.
F = (r,* —r;®) = (0,45 — 0,162) -x = 0,56 cm?,
mW
°Cecm
Hierbei wird der Aufendurchmesser r, mit 9 mm @ angesetzt.
Somit wird der zusadtzliche Warmewiderstand bei einer Linge des
Wirmestromes von 0,02 cm:
0,02 cm °C cm °C
bl = 14,8-10—°
2,6 mW - 0,56 cm? mW

Mit der schon ermittelten Fliche von 25 cm?® wird die zuldssige Ver-
lustleistung

fiir Mikanit wird A = 2,4 angegeben.

R therm =

o AT " 30
Rl therm + Ri,t.herm + Ra therm 4 + 14,8 + 26,3

Mit einem maximalauftretenden Spannungsabfalliitber dem Gleich-
richter von 1 VmuBl demnach der DurchlaBstrom auf den 0,7 fachen
Wert reduziert werden, sobald eine elektrisch isolierte Montage des
Gleichrichters vorgenommen wird. Die KiihlflichengroBe bei di-
rekter und elektrisch isolierter Montage sowie die Belastungs-
reduzierung bei erhohten Temperaturen zeigen die Bilder 3 und 4.

Die Verlustleistung von 1 W setzt sich aus den Verlusten in Durch-
laB- und Sperrichtung zusammen, wobei die ersteren iiberwiegen.

Fiir den Gleichrichter wird ein DurchlaBstrom von 1 A angegeben.
Die dabei abfallende Spannung am Gleichrichter darf als Grenzwert
maximal 1 V betragen. Im Durchschnitt liegt sie bei 0,4 --- 0,6 V,

Py

=0,665W.
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womit sich die DurchlaBverluste mit etwa 0,5 --- 1 W ergeben. Fir
die Verluste in Sperrichtung mull man beriicksichtigen, da3 der
Sperrstrom sehr stark temperaturabhingig ist. Der Temperatur-
koeffizient des Sperrstromes (TK; ) betrégt im Mittel 12%/° C.

Fir eine maximale Sperrschichttemperatur (Tyy,x = 75 °C) er-
reicht man demnach mit dem Grenzwert des Sperrstromes von
Igsg = 100 wA einen Sperrstrom von

25
00 TKIKA>

T
[KA == IKA% <1 + X1—

75 — 25
= 100 (1 St 12>= 700 pA.

F -zscmz

S

o F = 25cm? isolierte Montage
£ Ip—————————— =
x
<
F=10cm?
05
F=10cm? isolierte Montage
OB m e e ——— -

I in°C ———

Bild 3: lyg = f (Ta) mit KihlblechgréBe F als Parameter bei
direkter und isolierter Montage

X
[N

1 204,
/

~ /

§ ‘

s e

= ’

%’ A - direkte Montage
5 10 Ay S

£ Isol rerte Montage
@

3

5

T 57

0 05 1

lAK nA —-

Bild 4: KihlblechgréBe F = f (Iyg) fir direkte und isolierte Mon-
tage auf Kihlfliche mit einer 0,2 mm starken Isolierunterieg-
scheibe
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Danach ergibtsich fiir die max. Verlustleistungin Sperrichtung unter
Voraussetzung der Type OY 114 mit Ugamax = 200 V als angelegte
Spannung (Gleichspannung) in Sperrichtung:

vaA = Ugp - Ika =200 -700 -10-¢ = 140 mW.
———  Uygp inv
2?0 U, 150 Yy 00 50

T 7
'
!

Bild 5: Sperrkennlinien bei unterschiedlichen Temperaturen

Die Sperrverluste wiirden bei einer reinen Gleichspannungsbela-
stung auftreten. Bei Netzteilen soll aber nur der jeweilige Spitzen-
wert der Wechselspannung die Spitzenspannung des Gleichrichters
erreichen. Damit bleiben die Sperrverluste unter dem errechneten
Wert von 140 mW. Fiir die Typen OY 110 --- 113 reduzieren sich die
Sperrverluste auBerdem noch linear mit der fiir diese Typen ange-
gebenen Spannung unter der Voraussetzung eines gleich groBen
Sperrstromes. Uberschreiten wir allerdings nur kurzzeitig diese
Spitzensperrspannung, so steigen die Sperrverluste wegen Er-
reichens der Durchbruchspannung augenblicklich sehr stark an, so
daf eine Zerstérung des Bauelementes die Folge ist.
Zur Typisierung der Gleichrichter und zu den Temperaturkoeffi-
zienten seien hier noch einige Erliuterungen gegeben. Die Typisie-
rung eines OY 113 zeigt Bild 5. Die Sperrkennlinie bei 75 °C Sperr-
schichttemperatur wird in Kurve 2, die bei 25 °C in Kurve 1 ge-
zeigt. Legt man an den steil ansteigenden Teil der Sperrkennlinie
eine Tangente, so erkennt man, da Tangente 1 die Abszisse ober-
halb der Sperrspannung Uy, (150 V) des Gleichrichters schneidet.
Tangente 2 hat ihren Schnittpunkt unterhalb der Sperrspannung.
An den Schnittpunkten der Tangente auf der Abszisse bei ver-
schiedenen Temperaturen 1Bt sich noch der Temperaturkoeffizient
der Sperrspannung ermitteln. Dieser ergibt sich zu:

e U,— UI/UKA max e i| U/Uxm

R, =t 100 =
Trgy M= T, 0 AT

In unserem Beispiel ergibt sich:

180 — 125/150
T e o

Die Kurven im Bild sind Mittelwertskurven fiir den OY 113. Eine
analoge Betrachtung 148t sich auch bei geniigend hohem Sperrstrom
durchfiihren.

AuBer den genannten TK-Werten fiir Sperrstrom und Sperrspan-
nung ist der Gleichrichter auch im DurchlaBgebiet temperatur-
abhingig. Die Abhingigkeit des DurchlaBstromes und des Durch-
laBspannungsabfalles ist aber nur fiir die Messung am Gleichrichter
selbst von Interesse.

Bei Verwendung in der Schaltung wird der Durchlaistrom vom
Verbraucherwiderstand bestimmt, der ja in den meisten Fillen
wesentlich hoher liegt als der durchlaBseitige Widerstand. Das gilt
auch fiir den DurchlaBspannungsabfall. Andert sich dieser um
29%,/°C, so wiirde dies etwa 10 mV entsprechen. Ist die Spannung
am Verbraucher 50 V, so bedeutet die Anderung des DurchlaB-
spannungsabfalles eine Anderung der Spannung am Verbraucher
um 0,029, /°C.

Daraus ist zu ersehen, daBl die Temperaturabhangigkeit des Ge-
Gleichrichters in DurchlaBrichtung v6llig unkritisch ist und von der
Gleichrichterseite her vernachlissigt werden kann.

+ 100 = [%/°C].

=100 = 0,75 %/°C.

Reihenschaltung von Germanium-Flachengleichrichtern

Eine Analogie besteht hier zu Reihenschaltung von einzelnen Selen-
zellen zu einem Stabgleichrichter.

Aus Sicherheitsgriinden miissen bei der Reihenschaltung von Ger-
manium-Flichengleichrichter einige Dinge beachtet werden. Aus
der Sperrkennlinie des Flichengleichrichters erkennt man, dal der
statische Widerstand (Sperrwiderstand) eines Gleichrichters bis zu
seiner Durchbruchspannung sehr hoch ist und bei Zimmertempera-
tur Werte bis zu einigen MQ annehmen kann. Bei Uberschreiten der
Durchbruchspannung nimmt der Sperrwiderstand lawinenhaft ab.
Die dabei auftretenden Sperrverluste werden in Warme umgesetzt.

670 21.1960 radio und fernsehen

Diese kann nicht unmittelbar nach aulen abgefiihrt werden und
verursacht damit einen zusdtzlichen Temperaturaustieg an der
Sperrschicht. Die Reihenschaltung der Gleichrichter ist demnach in
Sperrichtung eine Reihenschaltung von nichtlinearen Widerstanden.
Die Widerstande addieren sich wie bei jeder Reihenschaltung, und
der Spannungsabfall @iber dem Einzelgleichrichter ist proportional
zu seinem Widerstand.

Diesbeziigliche Messungen zeigt Bild 6.

Bild 7 zeigt den Verlauf der Sperrkennlinie und der Einzelspannun-
gen bei Parallelschaltung eines Widerstandes zu jedem einzelnen
Gleichrichter. Dabei wird der Querstrom durch die Widerstinde
etwa auf den zehnfachen Wert des Sperrstromes (bei der Summe
der Sperrspannungen fiir die Gleichrichter) gelegt. Hierdurch wird
die in Bild 7 erkenntliche gleichméBige Spannungsverteilung iber
den Gleichrichtern erreicht. Der hohe Riickstrom hat allerdings
einen schlechteren Richtwirkungsgrad der Gleichrichteranordnung
zur Folge. Auflerdem muBl man bei Verwendung von Elektrolyt-
kondensatoren wegen der Polung die Wechselamplitude moglichst
klein halten. Es ist zu ersehen, daB sich die Sperrspannungen
mehrerer Gleichrichter bei gleichem Strom Ik, addieren. Dabei
kann es bei sehr unterschiedlichen Sperrwiderstinden vorkommen,
daB die an einem Gleichrichter auftretende Spannung grofler ist als

seine Typensperrspannung.
0o o 5 %a s
200 |20 by
[ Ika a0,
4 140 aly
50 -

|

Bild 6: Reihenschaltung von drei Fldchengleichrichtern, Verhalten
des Sperrstromes lg, und die Spannungsaufteilung Gber den ein-
zelnen Elementen
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Bild 7: Reihenschaltung von vier Fldchengleichrichtern mit sehr
unterschiedlichen Sperrstrémen, Verhalten des Gesamtsperr-
stromes I'g,, Einzelsperrstrome, Spannungsaufteilung iber den
Elementen = f (Ug,)

Aus Bild 6 ist zu erkennen, dal der Sperrstrom bei Erreichen der
Summensperrspannung der Reihenschaltung nicht so schnell an-
steigt wie bei einem einzelnen Gleichrichter (Scherung der Kenn-
linien). Aus Sicherheitsgriinden ist es jedoch empfehlenswert, die
anliegende Spannung in ihrem Spitzenwert nicht héher als 809, der
Summensperrspannung zu wihlen.

U= (UKAmux'l A UKAmax-’ sf Ul(Amuxn) -0,8.

Damit wird fiir alle zur Verwendung kommenden Gleichrichter auch
bei héheren Temperaturen der Sperrschicht und damit bei hoheren
Sperrstromen ein Risiko des Durchschlages verhindert. Versuchs-
schaltungen bei hoheren Temperaturen hatten nach mehrstiindigem
Dauerlastbetrieb keinerlei Ausfall. Es ist unter den vorgenannten
Bedingungen nicht nétig, Sperrstromgruppen auszusuchen, da
unterschiedliche Temperaturkoeffizienten bei héheren Tempera-
turen sowieso eine Verschiebung der Spannungen an den Gleich-
richtern bewirken wiirden. Mit der genannten Bedingung kénnen
also Reihenschaltungen aufgebaut werden.

Die gleiche Frage kann man auch fiir jede Reihenschaltung von
Selenzellen stellen. Unterschiedlicher Sperrkennlinienverlauf bei
Einzelzellen bewirkt ebenfalls unterschiedliche Spannungsabfalle
an den Platten.

Ebenso wie die Sperrwiderstinde addieren sich natiirlich die Durch-
laBwiderstinde der Einzelelemente. Wird fortgesetzt
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Paralleischaltung von Germanium- Fléchengleichrichtern
fir die Entnahme héherer Gleichstrome

Der Mittelwert des DurchlaBspannungsabfalles bei I gmax =1 A
betragt Uyg ~ 0,4...0,8V (2 0,4...0,8 Q). Geht man von der
Voraussetzung aus, daB der Arbeitspunkt sich in einem annihernd
liniaren Bereich der DurchlaBkennlinie befindet, so bedeutet das im
Betriebsfall, daB sich bei Parallelschaltung die Strome der Einzel-
gleichrichter umgekehrt proportional ihren DurchlaBwiderstinden
verhalten.

Bild 8: Parallelschaltung von
Ge-Gleichrichtern

Damit die Gleichrichter stromméBig gleichméafig belastet werden,
wird zu jedem Gleichrichter ein Reihenwiderstand von etwa 3 Q
geschaltet. Damit sind die DurchlaBwiderstinde und auch ihre
DurchlaBstréome weitgehend linearisiert. Allerdings wird dadurch
auch die Verlustleistung und der Wirkungsgrad der Gleichrichter-
anordnung verdndert. Diese Linearisierung der Gleichrichterzweige
ist aber unbedingt notwendig, da sonst in dem niederohmigsten der
parallelgeschalteten Gleichrichter ein Strom flieBen wiirde, der
wesentlich iiber dem Maximalwert liegt und zur Zerstérung der
einzelnen Exemplare fithren kann. Der Gesamtstrom soll 80 9, der
Summe der einzelnen Nenngleichstrome nicht iiberschreiten.

Bemessung von Gleichrichterschaltungen
Fiir die Bemessung mul man zunichst bestimmen, welche Art der

Schaltung gewihlt werden soll. Ohne Verwendung eines Ladekon-
densators ergeben sich fiir den Fall ohne Belastung:

a) Einwegschaltung
Den Mittelwert der Gleichspannung erhalten wir aus:
a
3 1
Umlt = %—/ udx
0

T

U = Up,gsin X

1 \ AR 1
= —27;./ Upaxsinxdx = o Unax
0

Umit = 0,319 Upax «

a)

b)

Bild 9: ft
a) Einweggleichrichtung
b) Mittelpunktschaltung
c) Briickenschaltung c)
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Damit ergibt sich fiir sinusférmige Wechselspannungen ein Form-
faktor (Effektivwert der Wechselspannung zum Mittelwert der
Gleichspannung) von

fu=M=#f=2'22_
Unit 12 - Upue-0,319
b) Mittelpunktschaltung

Fiir die Mittelpunktschaltung gilt ebenso wie fiir die Briicken-
schaltung:

Eg

T
1 o5 Y 5
Unyy = ;/U dx = ;/ Upaxsinx dx
0 0
2

= = Upax = 0,637 Upyx

und damit ein Formfaktor

Uesr Upax " 7
i e = AL
mit ¥2 © 2 - Upayx
* 1
=
SH 8o B0 B
Pl s y i
X ll r —— \‘ ] \\ I’ t —e
\ ’ \ / ’
[} ’ . ’ \ ’
[ ’ \ ’ A) ’
Neol N \\_4

Bild 10: Spannungsverlauf Bild 11: Spannungsverlauf bei der
bei der Einweggleichrichtung  Mittelpunkt- und Briickenschal-
tung

Fiir die Stromiibersetzung mufl der Effektivwert des Wechsel-
stromes ermittelt werden.
Dieser ergibt sich fiir die Einwegschaltung aus:

e

1 g

Jerr = ]/ —2—”/\2 dx
0

I = Omax ' SIAX

e
e
Z]/%/sin“xdx
27
0
_1/Fmax (7 sin27)  Bmax,
_" 27 )_ 2

2 4
Der Mittelwert fir den Gleichstrom ergibt sich ebenso wie die Span-
nung bei der Einweggleichrichtung aus:

anx
T

Imie =
und damit die Stromiibersetzung:

- T
f1=a’“—“— = — = 1,57,
2%max 2
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Fiir die Mittelpunktschaltung wird ebenfalls

14
Szmax 3 .
27/ sin*xdx =
7
0

da hierbei wahrend jeder Halbwelle nur jeweils eine Halfte der Ge-
samtwicklung belastet wird. Der Mittelwert des Gleichstromes er-
gibt sich zu:

smax .

Betr = 2

1 = . —
mit max
damit wird die Stromiibersetzung:
Detr o Fmax * T T

=——=—=120,785.
Imit 2 Omax " 2 4

c¢) Brickenschaltung

Fiir die Briickenschaltung wird

e, T
s 7
Tepr = |/%/sin”xdx =8L_“
/
; 2
G V
und damit
rlzsilx= T A
12 Omax " 2

Mit guter Nédherung 148t sich danach eine Gleichrichterschaltung
berechnen.

Da die vorstehenden Betrachtungen ohne Beriicksichtigung der
Verluste des Gleichrichters und der Stromquelle sowie ohne Ver-
wendung eines Ladekondensators vorgenommen wurden, diese
spielen ja fiir die zu entnehmenden Gleichstromkomponenten eine
Rolle, sollen die nun folgenden Betrachtungen diese Faktoren mit
einbeziehen. Die Berechnung einer solchen Gleichrichterschaltung
erfolgt nach Kammerloher.

Fiir die Ladezeit ty, = t, - | t, | setzt man den StromfluBwinkel &,
dieser ist wiederum abhéngig von der Frequenz.

ty, - 1
O=2>1"c=_ tp .
T 2
t;, = Ladezeit,
T = Periodendauer.
.—ar.
N
/ 1 /\
] 1 AU f N\
N\ - ! —\
U U \
\ TR A 4
h t \ rnT t -
T v € T
3 ’
’
\\-":

Bild 12: Spannungsverlauf bei der Einweggleichrichtung mit Lade-
kondensator

Die Beziehungen zur Ermittlung der notwendigen Wechselspan-
nung fiir einen vorhandenen Ladekondensator und einer bekannten
GroBe des Gleichstromes und der Gleichspannung gehen iiber die
Ladung des Kondensators und den Innenwiderstand der Stromver-
sorgung.

Die Ladung withrend der Ladezeit ty, wird:

ty
1| f I o
Q= u.,cosmtdt—"ér—-t],
ts

fir

U, =u-cosmwt, und U, =u-cosom t,.

Nach Integration und bei gleichzeitiger Einfiihrung des Stromfluf-
winkels

1
(CE= ?(0 (ta— t,)
und dem Zeitintervall t, - t, als den Winkel

1
a=70)(t‘2+"‘1)
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ergibt sich fir
2u " . -
Q= - cos x (sin @ — @ cos ).
o Ry

Setzt man fernerhin wihrend der Entladezeit die Entladung gleich
der wihrend der Ladezeit erfolgten Ladung Q =1-T, mit der
Voraussetzung eines konstanten Verbraucherstromes I und fithrt
diesen Wert in obige Gleichung ein, so ergibt dies:

léﬁz%cosoc(sin@—@cos@). (1)

Die mittlere Gleichspannung ergibt sich damit zu

_ U+,

U
2

u
= (coswt, - cosmt,) = ucosgeosx. (2)

Die Welligkeit wird

0 el

! — ysin @sine . (3)
Gl. (2) in GIl. (1) eingesetzt ergibt:

IRy 1

TMg(tan@—@). (4)

Ladung und Entladung des hinter dem Gleichrichter liegenden
Kondensators miissen gleich sein.

Es gilt:
24U -Cp =1(T — tg).

AU =usin O - sinx

1= u cosx (sin @ — O cos O).
7R,

Damit ergibt sich:

Cy, 2u sin @sina = nU cosa (sin @ — @ cos O) (T — ty)

2CLR1tana-f:i(1—Qcotan@) (1—2) (5)

7 k4
Bei der Voraussetzung, das R; (Gleichrichterinnenwiderstand -
Trafowiderstand 4 Zusatzschutzwiderstand), Ladekondensator Cy,
die Belastung I bei einer gewiinschten Gleichspannung U und die
Frequenz bekannt ist, ergibt sich der Scheitelwert @i der Wechsel-

160
8
6 /!

~

IR; .
T (Einweg)

2IR; (Spannungs-

7] wwlg.)
1
F { =

~

3
<
2
&
Q w0
]
§ . /- 2CR; f tan o« ——]
g £ | (Einweg) ||
X
& 4CRj ftan o
2 (Spannungs -
= y. / verdoppelung )
P , //
%
yw?
o 8 4
7
g 7
7
‘ II A
L
[
|
[ 10 20 30 40 50 60 70 80 90

@ in Grag —=

Bild 13: Hilfskurven zur Bemessung von Einweggleichrichter-
schaltungen und Gleichrichterschaltungen mit Spannungsver-
dopplung

i

I
spannung aus dem Diagramm Bild 14, da ja zu jedem Wert ]

im Diagramm Bild 13 nach (4) ein bestimmter Winkel @ gehért, der
auf der Abszisse abgelesen werden kann. Man kann aus dem Dia-
gramm Bild 13 ebenfalls das Produkt 2 - Cy, - R; - f - tanc ablesen
und damit tan « ermitteln, da Cy, R; und { gegeben waren und @
abgelesen werden konnte. Wird fortgesetzt
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Germanium-Flachengleichrichter
Fortsetzung von Heft 20 (1960)

Aus dem Diagramm Bild 14 kann nun mit @ auf der Abszisse und
U U
tano als Parameter das Verhiltnis A x abgelesen werden. =

ist dann der Scheitelwert der Wechselspannung und i/‘;—A = U der
Effektivwert, der an die Gleichrichlerschaltung bei Einweggleich-
richtung angelegt werden muf, um die gewiinschte Gleichspannung
zu erhalten.

Aus dem Diagramm Bild 15 kann jetzt noch die Welligkeit der
Gleichrichterschaltung mit @ auf der Abszisse und tanx als Para-
meler abgelesen werden. Analoge RBerechnungsbeispiele gibt es fiir
Doppelweggleichrichtung, fiir Briickenschaltung (Gritzgleichrich-
tung) und fiir Spannungsverdopplungsschaltungen.

Die Bilder 16 und 17 zeigen die Belastungskurven von Einweg-
gleichrichter- und Briickenschaltung mit und ohne Ladekonden-
sator. Aus diesen Ausfithrungen geht hervor, daB der Innen-
widerstand R; der Gleichrichterschaltung den Wirkungsgrad dieser
bestimmt. Durch die niederohmigen Germanium- und Silizium-
gleichrichter ergeben sich demzufolge Verbesserungen gegeniiber
Selen- und Rohrergleichrichtern.

Einschaltstromstofy und notwendiger Schufzwiderstand

Bei einer auBerordentlich niederohmigen Spannungsquelle wird
ein Einschaltstromstofl von
[_WU_ r _U_e R;-CL
R, © R,
flieBen. Im Zeitpunkt t = 0 wird demnach der Strom nur durch
die Spannung und den Innenwiderstand des Gleichrichters be-
stimmt. Diese Einschaltstromstiéfle sind nicht zuldssig, und man

12

Einweg + Doppelweg: Ordinate <l I
—_— u S
Spannungsverdoppelung: Ordinate %
‘ 0 e ’77_""’ o S T R
| T
08 L_
ks |
& [
5‘ 1
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D'(:; |
0L !
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| |
0
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Bild 14: Zusammenhang von Gleichspannung U, Wechselspannung 0 und
Stromflufwinkel © bei Netzgleichrichtern

Ing. GERD FASSBENDER 16
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Bild 15: Zusammenhang von Welligkeit und Stromfluffwinkel bei Nefz-
gleichrichtern

oY114

wn c b)
! S inV IhgF inn
(g -
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Bild 16: Spannungsverlauf als Funktion des Gleichstromes mit und ohne
Schutzwiderstand R, bei vorhandenem Ladekondensator und der Span-
nungsverlauf bei einem &quivalenten Selengleichrichter [E 125/50—0,3)

Ry 4=OYNé

160
A
i 2%0
>
£
S
120
e R
100 4 7 inV inuF inQ
I 125t = =
2125 “200- =

3125 200 15 o

0 T T 4 125 200 15 b

! 2 5 125 200 (Selen)

1 in A —e=—

Bild 17: Spannungsverlauf als Funktion des entnommenen Stromes fiir
Brickengleichrichtung mit und ohne Schutzwiderstand R, bei vorhan-
denem Ladekondensafor und die Gegeniberstellung mit einem Selen-
gleichrichter (B 125/100—0,6)
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muB SicherheitsmaBnahmen treffen, damit der vom Hersteller

angegebene maximale Strom nicht iiberschritten wird.

Aus diesen Uberlegungen heraus wird der Schutzwiderstand R,

und die GroBe des maximalen Ladekondensators angegeben.

Der Schutzwiderstand ergibt sich zu Rg = rg + 0® rpnim + rag

+ R..

Hierin bedeutet:

Tgex + U Pprim = Tgen, der Innenwiderstand der Spannungsquelle,
in diesem Fall den des Transformators,

LAK = Innenwiderstand des Gleichrichters beim Ar-
beitspunkt,
R = Zusatzwiderstand.

Giinstiger fiir die Spannung am Verbraucher ist es, wenn man den
notwendigen Zusatzwiderstand R, in Reihe zum Ladekondensator
legt. Wir gewinnen damit am Verbraucher eine hohere Spannung,
ohne daB die Welligkeit wesentlich vergroBert wird. Zudem wird ja
meist durch eine nachfolgende Siebkette der Wechselspannungs-
anteil der Gleichspannung auf ein notwendiges Minimum herab-
gesetzt. Hierzu geben die Bilder 16 und 17 eine Gegeniiberstellung
des Spannungsverlaufes fiir die verschiedenen Schaltungen des
zusitzlichen Schutzwiderstandes.

Weiterhin ist zu beachten, dal durch die Ladung des Konden-
sators durch den Gleichrichter ein zusitzlicher Strom fliefit. Bei
Gleichrichterschaltungen mit Ladekondensator und Verwendung
von Ge-Flichengleichrichtern ist daher eine Reduzierung des Ver-
braucherstromes vorzunehmen, wenn Cyp = 0,25 Cppay ist. Fiir
Einweggleichrichtung soll dabei Ipys; < 0,9 Iygmay, fiic Briicken-
schaltung dagegen Iyx = 0,8 Iaimax der einzelnen Gleichrichter-
strecken sein.

Sicherheitsmaffnahmen bei kapazifiver und induktiver Last

AuBer der bereits erwidhnten Reduzierung des DurchlaBstromes
und dem notwendigen Schulzwiderstand bei kapazitiver Lasl
(Ladekondensator) muB man die entstehenden Spannungsverhalt-
nisse bei Binweggleichrichtern beachten. Im Leerlauf hat sich der
Ladekondensator wihrend der positiven Halbwelle nahezu auf den
Scheitelwert der Spannung aufgeladen. Withrend der negativen
Halbwelle summiert sich nun der negative Wert der Wechselampli-
tude mit der Kondensatorspannung, und diese Summenspannung
steht am Gleichrichter. Deshalb darf man bei Einweggleichrichlern
mit nachfolgendem Ladekondensator nur die halbe Nennspannung
des Gleichrichters als Scheilelwert der Wechselamplitude anlegen.
Bei induktiver Last (Molore und Relais) werden durch Ein- und
Ausschaltvorgange Spannungsspitzen erzeugt, die u. U. die gleiche
Phase wie die augenblicklich anliegende Spannung haben. Diese
beiden Spannungen addieren sich und kénnen damit die Spitzen-
sperrspannung des Gleichrichters weit iibersteigen. Diese Schall-
spannungen kann man durch Uberbriickung des Gleichrichters mit
einem Kondensator weitgehend herabsetzen. Die GriBe des Kon-
densators richtet sich nach den jeweiligen Verhiltnissen. Man muf}
dabei noch beachten, daB die u. U. auftretende Resonanz die Funk-
tionstiichtigkeit der Schaltung nicht beeintrichtigt.

Fiir unsere Gleichrichtertypen seien im folgenden noch die maxi-
male GroBe des Ladekondensators und die GriBe des Schulzwider-
standes mit angegeben.

Typ 0Y 110 OY 111 OY 112 OY 113 OY 114

max. Ladekon-
densator in yF 1000 1000 500 200 200

Schutzwiderstand

R, in Q 2 5 8 10 15

Gegeniiberstellung

von Rohrengleichrichter und Germaniumgleichrichter

Im folgenden soll ein Vergleich zwischen einer Gleichrichierrdhre
UY 11 und einem Germaniumflachengleichrichter in einer Einweg-
gleichrichterschaltung angestelll werden.

Zu diesem Zweck wird von den vorangegangenen Betrachtungen
fiir die Auslegung eines Netzteiles ausgegangen.

Vorab werden folgende Werte fiir beide Gleichrichlerarten als
Bezugspunkt vorgegeben

I = 100 mA, G = 200 T, U = 100 V.

Der Innenwiderstand der Spannungsquelle, der ja erst nach Er-
mittlung der Belastung exakt bestimmt werden kann, wird mit
Tgen = 100 angesetzt.

12 1-1961 radio und fernsehen

Gesucht werden die erforderlichen Trafospannungen und die
Brummspannungen.
a) Fiir Einweggleichrichtung mit der UY 11 gilt mit einem Rohren-
innenwiderstand von Rz = 120 Q
Rl = Tgen + RlR =100+ 120 = ‘-)QOQ,
und damit:
I- Rl (i 220

=2 — 0;22.
U 100 ¢

Aus Bild 13 kann man damit ® = 60° und

2 CL <Ry tanx = 0,072

ablesen.
Fiir tan ¢ ergibt sich:
0,072 0,072
tano = ~ 0,02.

2CL Ry T 2-200-10—*-220 - 50
Aus Bild 14 ergibt sich mit diesem Wert und mit @ = 60° ein
8]

— = 0,5.

1

Der Effektivwert der Wechselspannung wird somil:
U 1

—= —00—_ =140V .

0,52 0,512

Die Brummspannung ermittelt sich aus Bild 15 zu

Uetr =

AU
— < 0,05.
u

Ls ist somit Uy, apits. < 10 V.
b) Fiir einen noch zu bestimmenden Germaniumf{lichengleich-
richter wird der Innenwiderstand R;g = 10 Q angesetzt.
Damit wird:
Ry = Igen + Ryy = 100 4 10 = 110Q,

und damit:

1Ry _ 0,1-110

U 100

Aus Bild 13 wird @ = 51° und

=0,11.

2 Ry Cp, -+ tanx = 0,062
enlnommen.
tanx ergibt sich zu
0062
2+200-10"%110 « 50
Aus Bild 14 wird mit ® = 51° und tan = 0,03

tan x = ~ 0,03 .

8]
— =0,65.
il
Der Effektivwert der Wechselspannung wird somil.:
100
Ueﬂ‘ =—— =109V.
0,65.72

Der Spitzenwert ergibt sich zu 154 V. Wegen der verwendeten
Einwegschaltung muB man also eine Spitzenspannung von
~310 V anselzen. Bs ist demzufolge eine Reihenschaltung von
zwei Flachengleichrichtern OY 114 zu verwenden.

Dabei andert sich der Innenwiderstand der Gleichrichterstrecke
um den Faktor 2, d. h. man miiBte R;; in obiger Rechnung ver-

grofern. Da aber der Innenwiderstand der Spannungsquelle
wesentlich grofer ist, kann man obige Rechnung als hinreichend
genau ansehen.

Die Brummspannung wird aus Bild 15 und der bereits oben ange-
wendeten Rechnung zu U, gpita. < 6,0 V ermittelt.

Vergleicht man die Effektivwerte der Spannungen bei den beiden
Gleichrichterarten, so erkennt man, daB bei Gcrmahiumg]eich»
richtern eine wesentlich geringere Spannung fiir eine gleiche Aus-
gangsleistung bendtigl wird.

Daraus ist ein giinstigerer Wirkungsgrad unverkennbar.

Literatur

[1] Dr. Ing. H. Rhode und Dr. W. Kleen: Elektronenréhren als
Schwingungserzeuger und Gleichrichter; Akademische Ver-
lagsgesellschafl Leipzig 1941
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Grenzdaten und Streuwerte der NF-Transistoren OC 810--- OC 823

Nach Aufnahme der GroBserienproduktion der Typen OC 810 bis
OC 823, und in Hinblick auf ihre Ablésung durch die Typen
0C 824 .-+ OC 829 mit einer Verlustleistung von 150 mW wurden
im Verlauf des Jahres 1960 einige Kenndatendnderungen durch-
gefiihrt. Die Anderungen waren in erster Linie durch Forderungen
der Verbraucher nach einem hoheren Mittelwert des Stromver-
starkungsfaktors h,,, bedingt und bedeuten eine wesentliche Ver-
einheitlichung der Grenzdaten der einzelnen Typen.

Hierdurch wird eine Typenbereinigung und eine bessere Stan-
dardisierung der Haupttypen und ihrer MeBverfahren ermoglicht.
Thren ersten Niederschlag finden diese MaBnahmen in der Re-
duzierung von elf Typen der Reihe OC 810 ... OC 823 auf sechs
Typen der Reihe OC 824 --- OC 829.
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Die Streukurven zeigen das Verhalten der Vierpolparameter hjge
in Abhingigkeit von Ig und Ucy in der Nihe des angegebenen
Arbeitspunktes. Im angegebenen Streubereich (Bilder 1 ---12)
liegen 80 9, aller Transistoren, die restlichen 20 9% konnen unter
Einhaltung der Grenzdaten auBerhalb des Streubereiches liegen.
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Bild 11: hy=f (—Ig) bei —Ucg=6V
(OC 816)

Bild 12: hye=f (—Ig) bei —Ugg =6V
(OC 816)
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Germanium-pnp-Flachentransistoren

O0C810---0C 823

Pmax [—Ico| —Icro fox F hase hyse hase
Typ in in in in in in hae in
mW | upA HA MHz | dB kQ | 10-¢ usS
0OC 810 25 <15 <800 =03| =25 <4 <30 | =210 =150
OCG 811 25 <15 <800 =0,3 | <25 <4 <30 | =20 =150
OC 812 25 =15 =800 =03 =10 <4 =30 =20 =150
OC 813 25 =15 =800 =1 =25 <5 <30 | =220 | =150
0OC 814 25 =15 =800 =203 | =5 =4 =30 =20 =150

Die Kenndaten werden fiir eine Umgebungstemperatur T, = 25 °C angegeben.

Kennwert Arbeitspunkt

—Iepo —Uep =5V, Ig=

—Icro —Ueg=5V,Iy =

hlkﬂ _UCE = 5V, —Ic = 2 mA, {=1kHz

F —Ucg =1V, —I¢g=0,2mA,{=1kHz, Af = 1 kHz, Rg = 500 Q
fox —Ue =5V, —Ig=2mA

Germanium-pnp-Fléchentransistoren OC 815 und OC 816

Pmax | —Icso| —Icro —Ucgo| fo 1) “hise h hyse
: i ; : . : : : e 5
Typ in in in in in in in |oGnce hee in
mW 1A HA v MHz | dB kQ us
0C815 50 =15 =800 | 20,83 | =03 | =25 | 52,5 =30 =210 <150
0C816 50 <15 <800 | 0,3 | =20,3| =25 | <2,5 | =30 =20 <150

Die Kenndaten

werden fiir eine Umgebungstemperatur T, = 25 °C angegeben.

Kennwert Arbeitspunkt

—Icpo —Uep=6V, Ig=0

—Icgo —Ugg =6V, Ig=0

—Ucro —Ig =10mA

hlke —UCE=6V,-—Ic=2mA,f=1kHZ

F —Ueg =1V, —Ig=1mA, { =1kHz, 4f = 1 kHz, Rg = 500 Q
fo —Ug =6V, —Ic=2mA

Germanium-pnp-Flachentransistoren OC 820---OC 823

Prmax k, |—Icpo|—Icro| —Ucro| fo F e — |="Ucemax
Typ a0 in in in in in in b1 Bs in
mW loC/mW| uA | pA V | MHz | dB v
0C820| 150 0,2 <15 | <800 =<0,5 20,3 <25 =10 1 S10 20
0C821| 150 0,2 <15 | <800| <0,5 | 20,3 | <25 | =20 | =20 20
0C822| 150 0,2 <15 | =800 <0,5 =0,3 —_ — =20Y) 30
0C823| 150 0,2 <15 | <800 | <0,5 | =0,3| — — =20 60
Die Kenndaten werden fiir eine Umgebungstemperatur T, = 25 °C angegeben.
Kennwert Arbeitspunkt
—Icpo —Uepp=6V,Ig=0
—Icgo —Ueg=6V,Ip =10
'—UCEO fIC = 125 mA
fo _UCB= GV, —IC=2mA
F —Ugg =1V, —Ic=1mA, f =1kHz, 4f = 1kHz, Rg = 500 Q
& _UCE= 6V, ——'Ic= 10 mA
B —Ucg = 0,7V, —I¢ = 80 () 125 mA
—UcEmax Rpe <1kQ (—Ucgmax = { (Rpg))

Die Streuwert-Diagramme wurden aus einer sehr groBen Stiickzahl an Bauelementen ermittelt.
Eine Verdffentlichung der noch fehlenden Typen erfolgt zu einem spateren Zeitpunkt.
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OC 830

Avufbau

Emitter- und Basiselektrode sind durch Glasdurchfithrungen
gegen das Gehiuse isoliert. Der Kollektor ist mit dem Geh&use
leitend verbunden. Das System ist durch eine Metallkappe gegen
4uBere Einfliisse geschiitzt. Die Anschliisse sind 16tfahig. Fiir iso-
lierten Einbau werden eine Glimmerscheibe und zwei Befestigungs-
buchsen aus Kunststoff mitgeliefert.

Warenzeichen una

Dipl.-Ing. HANS-JOACHIM HANISCH 18

Germanium-pnp-Flachentransistor

Verwendung

Leistungstransistor fiir Niederfrequenzverstarker

Kenndaten

Die Kenndaten werden fir eine Ufngebungstemperatur Ty = 25 °CG
angegeben.

Statistische MeBwerte

Type aufgestempelt Kollektorrestrom
1+ (—Ucg=6V, Ig =0) —Igpo = 30pA
Kollektoranschtuf} Kennzeichnung (—Ugg=6V,—Ig =0) —Icro < 1000 uA
am Gehause fur Herstell .
e B 4 ik (—Ucg =6V, Ugg = 0) —Icox = 100pA
LA
Emitt T e S b e o IR 3 #
A ]= T “? ”T [ = Kollektorrestspannung
sl ES = <
7l E_j & (—I¢ =1A,—Ucp = —Upg) —Ucgo = 1V
4
T Basisstrom
_.?‘__ (—'U(‘E =7 V, —IC = 100 ﬂlA) ——IB = 10 mA
o 10 —o=f (—UCE =2V, '——IC = 500 mA) _IB = 65 mA
Abmessungen
“IcinA| l T =Ic inA | ] l
t— ! 1 -Ig =100 mA
I-=1A
\ E | —|85maA
\ 99 A ~Ueg
\ 08 =1V 08 70 mA
\ sk \
\ 074 50 mA
06 06
; Uca=1v\ aidal
33 mA
\ 5
A
\ e A \a, 20mA
034
02 024 92 10 mA
\ 01A 8 mA
1 08 06 04 02 2 4 6 8 10 100 60 60 40 20 2, 4 6 8 0
- — - —— I
IginA -Ucg inV -Igin mA —
02 &
o 02 B Ugg inv
Ic=Q1A -I
024 | ‘€74 g=8mA
S ) 10 mA
Ues=1v, 04 044 /4 t 20mA o
Q&%A ~uee=tv. A 33 mA
14 /’ L 70 mA
06 06 100 mA
Ugg inV $ =Ugg inV ‘ l

Kennlinienfeld in Basisschaltung

Kennlinienfeld in Emitterschaltung

radio und fernsehen 5-1961 151



Grenzwerte

Kollektorstrom —Iomax = 1A
Emitterstrom Temasti— #1,2 A
Kollektorspannung —UcBmax = 30V
[Diagramm — Uggmax = {(Rpg)] —Ucgmax= 20V
Emitterspannung Uggmax= 10V
Verlustleistung (s. Diagrammn) Poax T — b(1%)
Warmewiderstand ; K, = 20°C/W
Sperrschichttemperatur Dimex =  79/°G
Umgebungstemperatur e — 16596
Kennzeichnung

der Stromverstarkungsgruppen

Entsprechend einer Festlegung zwischen dem VEB Halbleiter-
werk Frankfurt (Oder) und den Abnehmerbetrieben vom August
1960 erfolgt ab Januar 1961 eine neue Kennzeichnung der Strom-
verstarkungsgruppen bei den Transistoren OC 811 - .- 814 und
OC 816. Die bisherige Farbkennzeichnung (radio und fern-
sehen 11 (1960) S. 339) entfallt und wird fiir die vier neuen
Stromverstarkungsgruppen durch das Aufbringen von ein his
vier Punkten auf die Stirnfliache der Transistoren ersetzt, wobei
die Farbe der Punkte keinerlei Bedeutung besitzt.

hye-Gruppe Kennzeichnung

20 ..+ 32 1 Punkt
32 ... 50 2 Punkte
50 ... 80 3 Punkte
iither 80 4 Punkte
Typenankiindigung

Im Laufe des Jahres 1961 wird die Produktion einiger weilerer
Typen von Germanium- und Siliziumbauelementen aufgenommen.
Um eine rechtzeitige Information zu gewihrleisten, werden in
dieser Typenankiindigung die wesentlichsten Kenndaten als vor-

ZL 910/6 --- ZL 910/16

Avufbau

Die Anode ist durch eine Glasdurchfilhrung gegen das Gehiuse
isoliert. Das System ist durch ein Metallgehduse gegen duflere Ein-
fliisse geschiitzt. Die Katode liegt am Gehause. Der Anoden-
anschluB ist 1otfahig.

Verwendung

Siliziumdioden zur Spannungsstabilisierung

Kenndaten
Die Kenndaten werden fiir eine Umgebungstempelatm T, =25°C
und eine Kiihlfliche F = 65 cm? angegeben.
b a
g‘L NL i [ |
———e———— = % :__ E ®
1% i ¥
dpylod
e 17 — e 7 =
Abmessungen f— 78

Grenzwerte

Verlustleistung bei T, = 45 °C
ohne Kiihlblech 1 — A
mit Kithlblech F = 65 cm? Al Py, =5 W
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| TR
x BN “’5%\ i
€ X ‘% —\%% ?-“‘
- (‘3 %
£ [0S %
5 3,
o
| [55] NARAY
S N \ 1%
05 \\
Abhdngigkeit der | | o””?k\k \\ \
Verlustleistung von G~ NN
Umgebungstempe- ~ N IFEi
ratur und GréBeder ]
- 5. 0
Kohifache 0 O 20 30 40 0 60 M &
L in°C —=
70 ‘ I
> 50
pEe
L I
$ I
v 30
Abhdngigkeit der 20
maximal zuldssigen = R 2
Kollektorsperrspan- 00— S
nung vom Eingangs- —+H
abschluBwiderstand 0
1 10 100 000

RBE InkQ —»
v

laufige Daten verdffentlicht.” Es wird jedoch darauf hinge-
wiesen, daB mit Aufnahme der Serienproduktion geringfiigige
Anderungen erforderlich werden kénnen und daher vorbehalten
bleiben.

Silizium-Leistungszenerdioden (vorliuvfige Daten)

Wiirmewiderstand

ohne Kiihlblech k  =0,1°C/mW
mit Kiihlblech F = 65 cm* Al k = 0,021 °C/mW
Sperrschichttemperatur Tymax = 150 °C
Umgebungstemperatur T, =—55°C--.-+4150°C
Typ ZL ZL ZL 74K ZL ZL

910/6 | 910/8 | 910/10 | 910/12 | 910/14 | 910/16

Zenerspannung Uz | 58 bis | 6,8 bis | 8,8 bis | 40,8 bis | 12,8 bis | 14,8 bis

inV 7.2 9,2 11,2 13,2 15,2 17,2
(Iz = 100 mA)

Dyn. Widerstand rg 1 2 2 4 6 10
inQ (=2 | (293 | (=29 | (=10 | (512) | (15)
(Iz = 100 mA)

Durchlafistrom Iy | 500 500 500 500 500 500
in mA (=250 | (=250) | (=250) | (=250) | (=250) | (=250)
(Usg=1V)

Sperrstrom Ijcx <01 | =01 | <01 | =01 | <01 | <01
in A

(Uga=1V)

Mittlerer Tempera- + 3 + 5 +7 +8 +8 + 8
turkoeffizient der
Zenerspannung bei
Iz = 100 mA
TKUZ in 10~4/°C




HALBLEITERINFORMATIONEN

MITTEILUNG AUS DEM VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)

OY 120, OY 122, OY123

Aufbau

Die Anode ist. durch eine Glasdurchfiihrung gegen das Gehause
isoliert. Das System ist durch ein Metallgehiuse gegen duBere Bin-
fliisse geschiitzt. Die Katode liegt an der Grundplatte mit M 6 —
Gewindebolzen. Der Anodenanschluf3 besitzt einen Kabelschuh.

|
7 ) 3 iy}
O —r— ST 2
| i
Abmessungen ‘ 2 o
= ~96
Verwendung

Flachengleichrichter in niederohmigen Gleichrichterschaltungen
fiir hohe Strome und mittlere Spannungen.

Kenndaten (vorldufige Daten)

Die Kenndaten werden fiir eine Umgebungstemperatur T, = 25 °C
angegeben.

Typ 0Y 120 0Y 122 0Y 123
Ugain V (Iga 1 mA) 20 65 100
Ipgin A (Upg 0,6 V) 10 10 10
Grenzwerte
Typ 0Y 120 | OY 122 | OY 123
(BE e, in V 20 65 100
Tinnos in A 10 10 10
UaR max inVv 0,6 0,6 0.6
IRA max in mA 1,0 1,0 A0
Loxniax in A 32 32 32
IAK impmax in A 70 70 70
Sperrschichttemperatur Tymax = 76 ©°C
Umgebungstemperatur Pamar — 708596
Innerer Wirmewiderstand k, = 0,8 °C/W
AuBerer Wiarmewiderstand Kk = 82°CGW

(vertikales Kiihlblech Al 150 x 150 X 2)

Bei Umgebungstemperaturen iiber + 35 °C ist der maximal ent-
nehmbare Gleichstrom entsprechend dem Diagramm I g = f (T,)
zu reduzieren.

Dipl.-Ing. HANS-JOACHIM HANISCH 19

Germanium-Leistungsgleichrichter

DurchlaBkennlinie der Flé-
chengleichrichter OY 120, e et - o
OY 122 und OY 123 (Grenz-

1
kennlinie) 91 }I
8- Tak =f (Uak ] i
0Y 120123 :

Tg=25°C

71 9 !
4 s
| !
i
< i
< i
x |
-~ ]
!
i
|
|
|
|
ll
!
1

0+ T T T d T + T T

0 0! 02 03 04 05 06 07 08

Upk in V ——o—
—~— U in V
7?0 100 80 60 40 20 0

Tka=F(Ukp)
Tg =25°C

1
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1

|

|
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i

i

i

|

|
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1

i

i
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i

|

]

]

|

i

1

1

1

1

\l

)

|

'

1

1

]
—~a—— lypin MA

Sperrkennlinien der Fld-

chengleichrichter OY 120, Ui e
OY 122 und OY 123 (Grenz- o Kibiblech 5‘5}20 aovrzs
kennlinien) i
i@
25
3 horizontales
€ Kiihiblech
X 6
=
54
4| Kuniblech AL
150150 * 2
3
24
14
Abhéingigkeit des entnehm- 0 - — . . . \
barenGleichstromes|l , yvon 0 10 20 30 40 50 60 70 & S0

der Umgebungstemperatur Iy in °C —=—

Einbauhinweise

Der Gewindezapfen gestattet eine einfache Einlochmontage der
Gleichrichter auf eine Kiihlfliche. Die MindestgroBe des Kiihl-
bleches betragt bei vertikaler Lage 150 X 150 X 2 mm. Bei horizon-
taler Kiihlflache oder bei isolierter Montage der Gleichrichter ist
eine Reduzierung der Belastung vorzunehmen (s. Kurve Iyg
= 1 (T,)).
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5 Links: Mittlere Temperaturabhiingig-
keit des DurchlaBstromes
Iga=f07;) . .
Rechts: Mittlere Temperaturabhéngig-
keit des Sperrstrommittelwertes (sinus-
0 i formige Sperrsp gshalbwellen mit
/ 2 max. Spitzenspannung als Amplitude)
Usk=05V e
t 5 ;t ?
<
S D =f(T;)
:5‘ ok Ui =Parameter 05
2
[
‘ @
7 02
10
Upk=0.3V.
9 k=f(T))
05 . 0 S I ARG SD
10 20 30 40 50 70 &80 10 20 30 40 50 60 70 80 8- QY 120-..0Y123
Jjiein: oG —= T; in °C —=
? 7 -
. 6 1
Betriebswerte Abhingigkeit des ent-
o " s " nehmbaren Gleichstro- < 54
Die Bilder a --- e zeigen die wichtigsten Grundschaltungen und die  mes 1, von der Ge- IS
dazugehdrigen Betriebsdaten. héusetemperatur 3 4
3._
Typ 0Y 120 0Y 122 0Y 123 5
Uga in Vg 14
bei Widerstandsbelastung 12 42 60 i
bei Belastung mit Gegen- 0 10 20 30 40 50 60 7 40 90
spannung 6 21 30 Ip in °C —=
Wird fortgesetzt
eooe H H2 H H Y
ZL 910/6 - - ZL 910/16 Silizium-Leistungszenerdioden , 7 %" . v o s 7 s 5 2,
Forisetzung von Heft 5 (1961) —F—fr ] = | a1
/i T ey,
ot / I RINE
TF~L I 063
ZLN/14 = 04
22 | IS0 (] o
Bild 1: Sperrkennlinien zeaovm| 4 I
L 5 <
Bild 2: Streubereich der DurchlaBkennlinie N f c
ZL91078 Rrs
Bild 3: DurchlaBstrom in Nullpunktnihe ) N 08 *
Bild 4: Mittlerer Verlauf des TK{;_ in Abhiingigkeit von Uy ZLI0/6 Ty 09
A Bild 1 =l \P=sw|,,
Bild 5: Maximal zuléissige Verlustleistung Pp .y in Abhiingigkeit von B
der Umgebungstemperatur T; und der Kihlifliche F
g
500
1 -8 T 4
104
400 | IR (5
< 3 W
g : S ) ¢ LI\ WEN
10 i > <€ 3 Q
< /. 5 o TNC 12N B
~ 300 , J7aD) R R AW
i 102 £ \
/ =0 N\ \
< / } qu \ 2 "b \
200 X W 7! 5 \ PN
3 A g \ \
| | 9 [
100 = 4 Z \
100 I A ‘ = 1 \{""b// \ \
e | \’%‘4 \
0! / i &
0 102 | [ | | | | 0
06 08 10 1,2 02 04 0,6 08 ST SRR 0 50 100 150
UinsVe == Upy in V —== Crdin V=== Tg in °C—=
Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5
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HALBLEITERINFORMATIONEN

K FRANKFURT (ODERY?

MITTEILUNG AUS DEM VEB HALBLEITERWER

Dipl.-Ing. HANS-JOACHIM HANISCH 2@
OC 870 Germanium-pnp-Flachentransistor (vorliufige Daten)

Avufbau Stromverstarkungsfaktor (Ausgang kurzge-
Alle Elektroden sind durch Glasdurchfithrungen gegen das Ge- schlossen) : ! ‘ hsye = 20 i
hiuse isoliert. Das System ist durch eine Metallkappe gegen duBere Ausg:mgsleltwert (Eingang offen) hee < 150 uS
Einflisse geschiitzt. Die Anschlisse sind 15tfahig. Rauschfaktor

(—Ugg =1V, —Ig = 0,2 mA, 41 = 1 kHz,

Ry = 500 Q) T <25dB

30 Grenzfrequenz in Basisschaltung fx =1 MHz

R dl oy
i Grenzwerte
- Verlustleistung

moO

Kollektorspannung

(—Ugg =6V, —Ic=2mA)

Prax = I (T,) (sieche Diagramm)
—Ucgmax = [ (Rpg) (sieche Diagramm},

=
Abmessungen 8- 2} —UcBmax = 15V
Kollektorstrom — Igmax = 15 MA
Verwendun Wirmewiderstand k = 1 °C/mW
9 ! Sperrschichttemperatur Tymax = 75 °C
NF-Vorstufenverstarker mit hohen Anforderungen an die Grenz-
frequenz, Oszillator- und Multivibratorschaltungen.
Der Fliachentransistor OC 870 16st den Typ OC 813 ab. Prax = fTa?
30 < Timax ~Ta
max k
Kenndaten E 4 Timax = 75°C
Die Kenndaten werden fiir eine Umgebungstemperatur T, = 25 °C £ e k= ,:,(L:/y
angegeben. 3 Prgx = 30 MW
& ]
Statische MeBwerte
Kollektorreststrom (—Ugg = 6 V; Ig = 0) —1Icpo = 15uA i
(—Ucg =6V;Ip=10) —Icro = 800 A )
Dynamische MeBwerte MeBfrequenz f = 1 kHz S S iy a2
w0 60 80
Emitterschaltung (Arbeitspunkt —Ugg = 6 V, —I¢ = 2 mA) Tin/°C ——==—
EingangSWiderSténd (AUngmg kungescmossen) hue =5 kQ Erforderliche Reduzierung der Verlustleistung bei erhéhter Umge-
Spannungsriickwirkung (Eingang offen) hye <30 -10-¢ bungstemperatur
20 1" 5 4
70 R ‘ \
—| - P Ie =1(-Ugg) l I 5 10
-Ugg = f(Rgg) T Y A ~Ig = Parameter in pA NN ; t
> i L/ \ 50 1IN\
i 5 ) NI 0%
3] a7 ,{' 1 3 \\ \\ % s
=)
S N a0 UL -4
\ 6 N 6
10 \ : i // /,/ . 20 \\\ \\ >
A LA | LA 10 = -1y NN
% ~ = ~ 10 = Parameter in V N 4
ot . L~ 4 -Ucg = Parame \\\\
5 ~ N 3
— 1 \
: = AN
L——" \
1 N\ 1
. : 1 )
10° 10" 102 103 104 £ < 4 o Lt s 0 100 80 60 0 20 0
Rgg in kL ——==— e e —~— -Ig in paA
Abhdngigkeit der maximal zulédssigen Kollek- Kennlinienfeld in Emitterschaltung —I¢ = f (—Ig) in Emitterschaltung

torsp g vom Eing bschluBwiderstand
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oc sn

Avufbau

Alle Elektroden sind durch Glasdurchfithrungen gegen das Ge-
hause isoliert. Das System ist durch eine Metallkappe gegen auBlere
Einfliisse geschiitzt. Die Anschliisse sind 16tfihig.

30
————— 27 —
i ;
-]
== £
-
Abmessungen 8 @
Verwendung

Transistor fiilr ZF-Verstirkerstufen

Kenndaten

Die Kenndaten werden fiir eine Umgebungstemperatur T, = 25 °C
angegeben.

Statische MeBBwerte

Germanium-pnp-Fldchentransistor (vorliufige Daten)

Kollektorreststrom (—Ugg = 6 V, I

(—Ucg =

6V, Iy
(—Ucg = 6V, Rpg

I

0) —Iepgo = 10uA
0) —Iggo =< 800 uA
_0) —ICOK = 30 //.A

Wird fortgesetzt

=Upe = I(RBE)

i

20
> 15
£
W
?U
10
5
Abhdingigkeit der
maximal zuldssigen
Kollektorspannung 0
100 10!

vom Eingangsab-
schluBwiderstand

102 10°
RBE in kil ——==—

104

OY 120, OY 122, OY 123 Germanium-Leistungsgleichrichter

Fortsetzung von Heft 7 (1961)

Schaltungshinweise

Ist im Augenblick des Einschaltens bei Belastung mit Gegen-
spannung die Gegenspannung noch nicht vorhanden oder wird der
Kondensator in jeder Periode stark entladen, so kénnen hohe
Stromspitzen auftreten. Durch einen Schutzwiderstand oder eine
Schutzdrossel in Reihe mit dem Gleichrichter miissen die Ein-
schaltstromspitzen auf den Wert I ximpmax und die periodischen
Nachladestromspitzen auf den Wert I, na.x begrenzt werden. Bei
induktiver Last konnen am Gleichrichter hohe Spannungsspitzen
entstehen. Sie konnen durch einen Kondensator parallel zum
Gleichrichter auf die maximale Spitzensperrspannung begrenzt
werden.

Bei Reihenschaltung von Gleichrichtern ist durch einen Ohmschen
Spannungsteiler parallel zu den Gleichrichtern fiir eine gleich-
maBige Spannungsaufteilung zu sorgen. Der Querstrom durch den

Spannungsteiler soll das fiinf- bis zehnfache des Gleichrichter-

sperrstromes betragen.

Bei Parallelschaltung von Gleichrichtern mufl durch einen Vor-
widerstand von etwa 0,1 Q vor jeden Gleichrichter eine gleich-
miBige Stromaufteilung erzwungen werden. Ferner ist auf eine
gleichmaBige Kiihlung aller Gleichrichter zu achten.

2 Y Ys
u i[Juz 7210 gL-wo 204
" & 2Tk Uka Y
Einwegschaltung
<
! 1 U
2 1 2
S I Vo oS L=livo, e
24 || Y2 T Y e
Mittelpunkischaltung
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Briickenschaltung

Drehstrom-Briickenschaltung

B %

[
i) [] e pE-z0

gl

Sternschaltung

] U,
SaliEE ) —<£.-09
Uka Uy
2 Uy up
T5£=30 =05 ;%=
Ik Uxa Up
2 Y
< 230 ~——=0580 ==
Ink Uka [

2,34
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HALBLEITERINFORMATIONEN

MITTEILUNG AUS DEM VEB

OC 872

Avufbau

HALBLEITERWERK

Dipl.-Ing. HANS-JOACHIM HANISCH

Riickwirkungskapazitit

FRANKFURT

(ODER)

Germanium — pnp — Flachentransistor (vorliufige Daten)

Alle Elektroden sind durch Glasdurchfiihrungen gegen das Ge- (Eir_lgar.lg kurzgeschlossen) Cra = 14 pF (0,5 MHz)
héuse isoliert. Das System ist durch eine Metallkappe gegen duBere Stellh‘“_t (Ausgang kurzgeschlossen) S| =10 mA/V
Einfliisse geschiitzt. Die Anschliisse sind 1otfahig. Innenwiderstand
(Eingang kurzgeschlossen) kR, = 4 kQ
30 Ausgangskapazitit
(Eingang kurzgeschlossen) Cy = 35 pF
: R Basiswiderstand h Rp <350Q
[ ) Grenzfrequenz in Basisschaltung
= (—Uep = 6V, Ig = 0,5 mA) fa = 7 MHz
wl S Grenzwerte
9
Abmessungen Bl-em 8 Verlustleistung Ppax = f (T,) (siehe Diagramm)
" ’ Kollektorspannung —UcEmax = I (Rpg) (siche Diagramm)
erwendung —UcBmax =15V
Transistor fir HF-Verstarker und Mischstufen. Kollektorstrom —Iomax = 15 mA
Wiarmewiderstand k= 1°C/mW
Kennduien Sperrschichttemperatur Tymax= 75 °C
Die Kenndaten werden fiir eine Umgebungstemperatur T, = 25 °C
angegeben. ¢ Fnax = 1(Tg?
1 30 A P o max=la
Statische MeBwerte 1 X k
Kollektorreststrom (—Ugg = 6 V, Iy = 0) —Ipgo < 10 pA E ] ’/’””":C’sac
(—Ue =6V, Iy =0) —Icgo < 800 A IS o k=1 o
(—Ucg =6V, Rpg = 0) —Igox' < 304A 3 Prax = 30 MW
< 4
Dynamische MeBwerte MeBfrequenz { = 2 MHz
10 4
Emitterschaltung (Arbeitspunkt —Ugg = 6 V, —Ig = 0,5 mA)
Eingangswiderstand 1
(Ausgang kurzgeschlossen) kRe = 0,3 kQ )
Eingangskapazitat TR T R e
(Ausgang kurzgeschlossen) Ce <250 pF fasinFC
Riickwirkungswiderstand Erforderliche Reduzierung der Verlustleistung bei erhdhter Um-
(Eingang kurzgeschlossen) Ry = 200 kQ (0,5 MHz) gebungstemperatur
20 1 ‘
b i I =f-Ugg) ‘ I 0 e ST e Y R
2 AL i -1 =f(-Ugg)
'UCE - ”RBE) t // g -[B = Parameter in pA 1 c BE
> J / \ 50
i 0 < y 3 g
€0 / 0 c
3& €, {1 = X 5
T ’ / et 1/30 v
X \ | 5 /////4/ : 20 20
‘ L~ Dl € /
= A . _<m
5 P~ 3 [ === = 10
2 - /’A_
"1 i
' Joe gl
(]
0 . 0
100 107 102 107 0% 0 2 B 6 8 10 0 100 200 300 400

Rgg in kL ——==

Abhéngigkeit der maximal zuldssigen Kollek-
torspannung vom EingangsabschluBwiderstand

Kennlinienfeld in Emitterschaltung

~Uee Vi

radio und fernsehen

=Ugg in mV —e=

—I; = f (—Upgg) in Emitterschaltung
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O0C 835 --- 0C 838

Aufbau

Emitter- und Basiselektrode sind durch Glasdurchfithrungen gegen
das Gehiuse isoliert. Der Kollektor ist mit dem Gehause leitend
verbunden. Das System ist durch eine Metallkappe gegen duflere
Einfliisse geschiitzt. Die Anschliisse sind 16tfahig.

Verwendung

Leistungstransistor fiir Niederfrequenzverstéirker

Kenndaten

Germanium-pnp-Flachentransistoren (vorlivfige Daten)

Die Kenndaten werden fiir eine Umgebungstemperatur T, = 25°C

angegeben.
Warenzeichen und
Type aufgestempelt
Typ 0C 835 | OC 836 | OC 837 | OC 838
Kollektoranschlufl Kennzeichnung
b i tir Mestellungs- Pras inW & 4 4 A
Emitter £ k, insGW-r| <= 75\ = 75| =75l =1g5
Basis —
g5 | ICBO in‘llA < 50 < 50 < 50 < 50
_‘UCEmax
beiRpp =1kQinV 20 20 30 60
3} Ji SEA0F > R20) | >Ha0ukl >S90
lo— 10 ——j .
T max in°C 75 75 75 75
Ab gen (And ngen vorbehalten)
OC 871 Germanium-pnp-Fldachentransistor (voriivfige Daten)
Fortsetzung von Heft 9 (1961)
Dynamische MeBwerte MeBfrequenz f = 0,5 MHz Basiswiderstand Ry = 300Q
Emitterschaltung (Arbeitspunkt —Ueg =16 V, —I;=0,5 mA) Gm[l}“wju:l{f l]“ Iias(l)szcha]itung fo = p e
Eingangswiderstand (Ausgang kurzgeschlossen) kR, = 0,7 kQ2 (=Pep = 5V, Iy= 05m)
Eingangskapazitiat (Ausgang kurzgeschlossen) C, < 1000 pF
Riickwirkungswiderstand (Eingang kurz- Grenzwerte
geschlossen) Rig = 140 kQ Verlustleistung Ppax = I (T,) (siehe Diagramm)
Riickwirkungskapazitat (Eingang kurz- Kollektorspannung —Ucgmax = { (Rpg) (siehe Diagramm)
geschlossen) Crg < 14pF —UcBmax = 15V
Steilheit (Ausgang kurzgeschlossen) [S] =2 13mA/V Kollektorstrom —Iomax = 15 mA
Innenwiderstand (Eingang kurzgeschlossen) kR; = 20 kQ Wirmewiderstand k= 1°C/mW
Ausgangskapazitat (Eingang kurzgeschlossen) C, < 50 pF Sperrschichttemperatur Tymax = 75 °C
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o 1p70 “lg =M-Ugg) o 1 SEpLE
p 60 ; ‘I =f(-Ugg)
/ \ -Ip = Parameter in pA C BE
y a4 ] 1
J \ 53 L Prnax = f(T!
g ) E T max - T
E 8 L7, | I - 30 4 - Jmax "'a
B P . 40 < max K
' ?/ e X e = T =750
i AN - g Dipr
5 // Pl 20 20 == =l € 20 k=1 mw
‘ LA A Y / QE By = 30 MW
A EEEE SN 10 1
3 - = -<‘\ . / o
-~
2 sl / _
1
0 0 04— —
0 2 A G s 10 0 100 200 300 400 0 20 @ 60 80

AL e

Kennlinienfeld in Emitterschaltung

338

11-1961

— I, = f (—Ugg) in Emitterschaltung

radio und fernsehen

-Ugg in mV —==—

ra,‘noc——

Erforderliche Reduzierung der Verlustleistung

bei erhhter Umgebungstemperatur



HALBLEITERINFORMATIONEN

MITTEILUNG AUS DEM VEB WERK FUR FERNSEHELEKTRONIK, BERLIN-OBERSCHONEWEIDE

In den letzten Jahren haben Halbleiter-Bauelemente in der Tech-
nik zunehmend an Bedeutung gewonnen. Gleichzeitig haben sich
die Anwendungsgebiete so erweitert, daB heute eine Vielzahl der
verschiedensten Typen existiert. Hierbei haben Halbleiterdioden
eine grofe Bedeutung.

Die folgenden Mitteilungen sollen daher speziell iiber Halbleiter-
Dioden berichten.

Halbleiterdioden finden in der gesamten Nachrichten- und
Schwachstromtechnik als Signalgleichrichter fiir kleine und klein-
ste Leistungen Verwendung. Der richtige Einsatz von Halbleiter-
Bauelementen setzt eine genaue Kenntnis derselben voraus und
hangt von den nachrichtentechnischen Schaltungen ab. So ist es
z. B. nicht ohne weiteres moglich, Vakuumdioden, die keine Tem-
peraturabhiangigkeit aufweisen, durch Halbleiterdioden auszu-
tauschen. Es besteht die Forderung, die fiir Schaltungen von Dio-
den-Gleichrichtern giiltigen Regeln zu beachten. Bevorzugt wer-
den Halbleiterdioden fiir Videogleichrichtung, Phasendiskrimina-
toren, ferner fiir Regelspannungs-Erzeugerschaltungen sowie fiir
Phasenvergleichsstufen in der Synchronisationsschaltung und fiir
die Schwarzpegelgewinnung in Fernsehgeriten. Ferner sind sie in

K, gA K A

« —

Iak 1 \/KA

S e i e

Diode in DurchlaBrichtung Diode in Sperrichtung

allgemein verwendeten Schaltungen z. B. fiir Begrenzer usw. von
Interesse.

Eine Halbleiterdiode wird im allgemeinen dadurch charakterisiert,
daB man fiir einige Punkte der Strom-Spannungskennlinie Mittel-
und Grenzwerte angibt. Fiir die allgemeine Qualitiatsbeurteilung
sind diese Werte ausreichend.

Betrachtet man die Kennlinie, so zeigt sie fiir den DurchlaBbereich
einen kleinen, fiir den Sperrbereich einen grofBen Innenwider-
stand der Diode. Die Grenzfrequenz einer Halbleiterdiode reicht
je nach Konstruktion des Bauelements bis zu mehreren GHz.
Betont muB aber werden, da an Halbleiterdioden, die bei iiber
300 MHz Verwendung finden, besondere konstruktive und elek-
trische Anforderungen gestellt werden miissen. i

Die gebrauchlichste Bauform ist die Allglasausfithrung, fiir
Hochstfrequenzdioden die Keramikausfithrung (internationale
Patrone). Durch die geringen Abmessungen sowie durch das Feh-
len des Heizfadens ergeben sich viele konstruktive und schaltungs-
technische Vorteile gegeniiber der Vakuumdiode. Hohe Grenzfre-
quenz, geringe Kapazitit, kleines Gewicht und groBe mechanische
Stabilitat sind weitere Vorziige.

Die Allglasausfithrung ergibt einen stabilen Aufbau und gevy‘ahr-
leistet einen luft- und wasserdichten GehauseabschluB.

Ing. VIKTOR SZEKULAR und 22
Ing. HERBERT WAPPLER

Als halbleitendes Material findet Germanium oder Silizium in
einkristalliner Form Verwendung. Je nach Konstruktion des Bau-
elements wird von einer Spitzendiode oder einer Kleinflichen-
diode gesprochen. Beziiglich des halbleitenden Materials unter-
scheidet man Germanium- und Siliziumdioden. Die Katode ist die
Kristallseite.

Ein vielfach in der Technik angewendetes Halbleiterbauelement
ist die Germanium-Spitzendiode. Die Herstellung einer solchen
Diode ist verhialtnismaBig einfach, wodurch eine relativ billige
Produktion in groBen Stiickzahlen maglich ist.

Zur Betrachtung der technischen Daten nachfolgend die wichtig-
sten Definitionen der statischen Werte und der Grenzwerte:

Halbleiterdioden sind spannungsabhingige Widerstinde, die je
nach Polaritat der Spannung nieder- oder hochohmig sein kénnen.
Die beiden Polungen entsprechen der DurchlaB- und der Sperr-
richtung.

Statische Werte

Iax = DurchlaBstrom
Der DurchlaBstrom ist der Strom, der bei einer bestimmten
an den Anschliissen der Diode liegenden Gleichspannung in
Durchlarichtung durch die Diode flieBt. Hierbei erhalt die
Katode negatives Potential und die Anode positives
Potential.

Ixa = Sperrstrom
Der Sperrstrom ist der Strom, der bei einer bestimmten an
den Anschliissen der Diode liegenden Gleichspannung in
Sperrichtung durch die Diode flieBt. Hierbei erhalt die Ka-
tede positives Potential und die Anode negatives Po-
tential.

Grenzwerte

IAK impmax = StoBstrom
Der StoBstrom ist der hochstzuldssige Strom in
DurchlaBrichtung fiir eine begrenzte Anzahl auf-
tretender StromstoBe bei gegebener Hochstdauer
des StoBes und Mindestdauer der Pause.

TAKmax = Spitzenstrom

Der Spitzenstrom ist der hochstzulissige Spitzen-
wert des DurchlaBstromes bei einer gegebenen unte-
.ren Grenzfrequenz.

Uk A impmax = StoBspannung

Die StoBspannung ist der hochstzulissige Span-
nungsstoB in Sperrichtung bei gegebener Hiochst-
dauer des StoBes und Mindestdauer der Pause.

Ugamax = Opitzenspannung

Die Spitzenspannung ist der hichstzulassige Augen-
blickswert der in Sperrichtung an der Diode liegen-
den Spannung bei gegebener unterer Grenzfrequenz.
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Iax (bei Ixa (bel | Ukamax|Iakmax
Verwendungs- Uga
T Upag =1V
L zweck S5 e —10V)
in mA in A inV [in mA
OA 625 Universaldiode =5 < 100 — 20 20
mit niederohmi-
gem Durchlaf-
widerstand
OA 645| Universaldiode =3 < 100 — 40 15
0A665| Universaldiode =3 < 50 — 60 12
0A 685| Universaldiode =2 =450 — 80 10
mit hochohmi-
gem Sperrwider-
0A705| stand =2 < 15 | —100 | 10

Ukimax = Sperrspannung

Die Sperrspannung ist die hochstzulassige Gleich-
spannung in Sperrichtung, die dauernd an der Diode
liegen darf.

IAKmax = Maximaler DurchlaB3strom
Der maximale Durchlastrom ist der hochstzulassige
Effektivwert des DurchlaBstromes.

Ty max = Sperrschichtlemperatur

Die Sperrschichttemperatur ist die hochstzulassige
Temperatur der Diodensperrschicht.

In der nebenstehenden Tabelle sind dieim VEB Werk fiir Fern-
sehelektronik gefertigten Typen von Universaldioden zu-
sammengefalit.

Fiir die in der Tabelle angefithrten Typen folgen die technischen

Daten und die grafische Darstellung der Mittelwertskenn-
linie.

Allgemeine Hinweise fiir den Einbau und fiir den Betrieb

Beim Einlgten der Germaniumdioden in Schaltungen empfiehll
es sich, die AnschluBdrahte nicht zu kiirzen. Es ist dabei fiir eine
Wirmeableitung (kalte Flachzange) unmittelbar am Glaskirper
zu sorgen, so dafl die maximal zulassige Sperrschichllemperatur
nicht iiberschritten wird. Um eine Zerstorung beim Einliten der
Dioden durch Fehlstrome des Litkolbens zu verhindern, ist der
Lotkolben zu erden. Kin Abbiegen der AnschluBdrahte unmittel-
bar hinter der Einschmelzstelle ist zu vermeiden. Ferner muf
darauf geachtet werden, daBl der Einbau der Germaniumdioden
nicht in der Nihe von Wirme erzeugenden Bauelementen erfolgt.

Die Seite des Glaskorpers der Germaniumdiode, an der sich der
Anschlufidraht fiir die Katode befindet, ist mit einem Farbring
gekennzeichnet.

Mit einer entsprechenden Ixemplarstreuung um die angegebene
Mittelwertskennlinie mull gerechnet werden. Die Grenzwerle
diirfen mit Riicksicht auf die Lebensdauer der Diode unler
keinen Umstinden iiberschritlen werden.

Im Betriebszustand ist zu beachten, daB die Betriebs- und
Grenzwerte infolge des vorhandenen Temperaturkoeffizienten
temperaturabhingig sind.

OA 625

Aufbau

Universaldiode in Allglasausfithrung mit niederohmigem Durch-
laBwiderstand. Die AnschluBdrihte sind lothar und beiderseilig
ausgefiihrt. Die Katode ist durch einen Farbring gekennzeichnet.
Gewicht: etwa 0,5 p

Abmessungen

Statische Werte

Umgebungstemperatur P 25 °C—5 gra.
DurchlaBstrom bei 4- 1V Iy = 5 mA
Sperrstrom bei — 10 V Ica < 100 nA
Grenzwerte

Umgebungstemperatur LY 20 60 °C
StoBspannung (1s, Pause = 1 min) Ugpimpmax —27 \'%
Spitzenspannung (f = 25 Hz) Oxamax —24V
Sperrspannung UgAmax —20V
Stollstrom (1 s, Pause = 1 min) Tk impmax 100 mA
Spitzenstrom: (f = 25 Hz) 1A K max 45 mA
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DurchlaBstrom Iy kmax 20 4 mA

Sperrschichtlemperatur Tjmax 75,96

Mittlerer Temperaturkoeffizient des

Stromes im Bereich 10 °C bis
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’ OA 645 l Germanium-Spitzendiode

Aufbau

Universaldiode in Allglasausfithrung. Die AnschluBdrahte sind
lotbar und beiderseitig ausgefiihrt. Die Katode ist durch einen
Farbring gekennzeichnet. Gewicht: etwa 0,5 p

-
\n -
o “Q”_%
Cani
=
Abmessungen w35 et 13 et 35—
Statische Werte
Umgebungstemperatur T, 25 °C—5 grd
DurchlaBstrom bei +1V Ixa = 3 mA
Sperrstrom
bei —10 V Ixa < 100 A
bei —40 V B = 500 uA
Grenzwerte
Umgebungstemperatur T, 20 60 °C
StoBspannung (1 s, Pause = 1min) Ugaimpmax —55 —50V
Spitzenspannung (f = 25 Hz) Ug A max —50 —45V
Sperrspannung Ugamax —40 —35V
StoBstrom (1 s, Pause = 1 min) Ixximpmax 100 mA
Spitzenstrom (f = 25 Hz) L Kmax 45 mA

OA 665

Aufbau

Universaldiode in Allglasausfithrung. Die AnschluBdrihte sind 16t-
bar und beiderseitig ausgefiihrt. Die Katode ist durch einen Farb-
ring gekennzeichnet. Gewicht: etwa 0,5 p

qﬁﬁ—j °~#

l J
o 35 ——bee 13 = 35 -

Abmessungen

Statische Werte

Umgebungstemperatur abs 25 °C— 5 grd
DurchlaBstrom bei +1V 1N’ = 3 mA
Sperrstrom
bei —10 V. Txa < 50 nA
bei —60V Ta < 500 uA
Grenzwerte-
Umgebungstemperatur T, © 20 60 °C
StoBspannung (1 s, Pause = 1 min) Uga impmax —80 — 75V
Spitzenspannung (f = 25 Hz) UgAmax —70 —65V
Sperrspannung Ugamax —60 —50V
StoBstrom (1 s, Pause = 1 min) Iix impmax 100 mA
Spitzenstrom (f = 25 Hz) lARmax 45 mA

DurchlaBstrom TAkmax 15 3 mA
Sperrschichttemperatur Tymax 75 °CG
Mittlerer Temperaturkoeffizient des

Stromes im Bereich

+10°C.-- 460 °C

bei + 1V p 2% [ °C
bei —10V P 5% | °C

QA 645

statische
------ Grenzkennlinie

(bei Tq=25°C-5grd)

lagin MA ——e==—
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Germanium-Spitzendiode
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DurchlaBstrom IARmax 12 2,5 mA
Sperrschichttemperatur Tmax 75 °G
Mittlerer Temperaturkoeffizient des
Stromes im Bereich
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bei + 1V p 2% [ °C
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